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MITTEILUNGEN DER DGKK

Protokoll der DGKK-lahresversammlung 1983

Datum: 12. September 1983

Ort:
Schwabenlandhalle in Stuttgart-Fellbach

Beginn der Versammlung: 18.00 h

Anwesend:

die Mitglieder

GunBer, Walcher, Fabian, Schlak, Diehl, Jacob, Lin-
nebach, Gobel, Miller-Vogt, Sussieck-Fornefeld, Lau-
rien, Baumann, Schemmel, Klages, Schwabe, Gessert,
Koh1l, Tomzig, Treutmann, Politis, Schmettow, Hang-
leiter, R.Lamprecht, Haspeklo, Rabenau, Lacmann,
ABmus, Speier, B. Scholz, Nitsche, FuBstetter, Maier,
Wiese, Miller, Follner, Rusche, Kohler, Eisele, Benz,
Vilkl, Wieh1, Hirth, Recker, C. Grabmaier, Wallrafen,
Uelhoff, BeyB, Freyhardt, Lutz, Kaufmann, Voiat,
Korber, Karl, Adler, Pilkuhn, Esselborn, Haussiihl,
Schinherr, H. Scholz, Winkler, Wenzl, Welter, Meyn,
Gotz, Herres, Mateika, Tolksdorf, J. Grabmaier, Scheel,
v. Philipsborn, Meyer, Rduber, Klapper, Eigermann,

B. Schmidt, Bauser, Lauck, Fiechter, Bach, Welt,

v. Minch, Fischer und Gohla,

"Chairman's Corner”
Liebe Mitglieder,

die ICCG-7 in Stuttgart war ein voller Erfoig.
Im Namen der DGKK herzlichen Dank nochmals allen,
die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben,

Fortschritte lassen sich bekanntlich nur durch
stetes Bemiihen erreichen. Ein kleines Stiick sind
wir auf dem Wege zu einer Firderung des interna-
tionalen Austausches von Wissenschaftlern voran-
gekommen: Die IOCG ermdchtigt uns, Gesuche und
offene Stellen iiber das Sekretariat auszutauschen.
Auch beim Bezug des Journal of Crystal Growth kann
die DGKK ihren Mitgliedern jetzt Vorteile bieten.
Es hdngt von Ihnen ab, ob sich diese Einrichtun-
gen durch regen Gebrauch als lebensfihig erweisen.

Gegenwdrtig prifen wir die Moglichkeit, einen na-
tionalen Preis fiir hervorragende Leistungen auf
dem Fachgebiet unserer Gesellschaft an junge Wis-
senschaftler zu verleihen. Einer unmittelbaren
Vergabe durch die DGKK an Mitglieder steht der
gemeinniitzige Status unserer Gesellschaft entge-
gen. Wir miissen nach anderen Wegen suchen.

Mit dem Ablauf des Jahres 1983 endet die Amtspe-
riode dieses Vorstandes. Satzungsgemd konnten

die Herren Miller-Vogt und Wallrafen nicht wieder-
gewdh1t werden. Die DGKK bedankt sich herzlich bei
ihnen fiir das jahrelange Engagement im Vorstand.

Die gewdhlten Mitglieder des Vorstands der kommen-
den Amtsperiode verbinden ihren Dank fiir das Ver-
trauen mit der stdndigen Bitte: Mehr Resonanz aus
dem Kreis unserer Mitglieder!

Mit freundlichen Griifen
Ihr
Herbert Jacob

als Gdste die Herren
Schultheiss, Appel, Eyer, Schinholz und Sell.

TOP 1:

BegriiBung, Feststellung der BeschluBfahigkeit,
Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden

Der DGKK-Vorsitzende, Herr Jacob, begriift die An-
wesenden und stellt bei Anwesenheit von 83 Mitglie-
dern die BeschluBfdhigkeit der Versammlung fest.
Ergdnzungswiinsche zur Tagesordnung werden nicht vor-
gebracht. In seinem Rechenschaftsbericht gibt Herr
Jacob einen Oberblick iiber das Ergebnis einer vom
Vorstand durchgefiihrten Meinungsumfrage. Dem Auf-
trag einer groBen Mehrheit der DGKK-Mitglieder fol-
gend, wurde das Mitteilungsblatt neu gestaltet. Be-
ziiglich der Namensdnderung der Gesellschaft wird
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auf TOP 10 verwiesen. Zur Vermittlung von Forschungs-
aufenthalten im Ausland wurden Kontakte zur IOCG

und zu den amerikanischen und britischen Schwester-
gesellschaften aufgenommen. Problematisch bleibt

die Finanzierung. Das Thema wird im I0CG-Council

am 14.09.1983 diskutiert.

BeitragsermdBiqung fiir Mitglieder der nationalen
Kristallwachstumsorganisationen konnte fiir ICCG-7
noch nicht erreicht werden. Das Thema wird ebenfalls
im [0CG-Council behandelt.

Die Bildung fachspezifischer Ausschiisse und die Or-
ganisation von Betriebsbesichtigungen wurde versuchs-
weise zusammengefaBt mit der Abhaltung von fachspezi-
fischen Symposien am Ort einschldgiger Firmen. Das
erste derartige Symposium iiber Epitaxie von Halblei-
tern fand im Januar 1983 in Burghausen statt und

war nach einhelliger Meinung der Teilnehmer sehr er-
folgreich. Im Januar 1984 wird in Goslar ein Sympo-
sium lber Gewinnung und Charakterisierung von Reinst-
stoffen stattfinden.

Hinsichtlich Offentlichkeitsarbeit wurde durch per-
sonliches Anschreiben von Fachkollegen fiir die DGKK
beworben. Der Werbung diente auch ein Informations-
stand der Gesellschaft auf der ICCG-7. Nicht zuletzt
auch aus Griinden der Uffentlichkeitsarbeit wurde die
Ausstellung iiber Kristalle und Kristallziichtungsme-
thoden im Deutschen Museum vorangetrieben. Im Juli
1983 fanden die entscheidenden Gespriche mit dem zu-
stdndigen Sachbearbeiter statt. Fiir Anschaffung und
Installation geeigneter Vitrinen miissen 50 - 60 TDM
aufgetrieben werden. Herr Jacob wird sich hierum be-
miihen. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die noch
in 1983 konkrete Vorstellungen entwickeln soll. Ziel
ist die Erdffnung der Ausstellung Mitte 1984,

Fiir eine Neuauflage einer Liste iiber Kristallziich-
tungsaktivitdten fiir den Bereich der DGKK lauft der-
zeit die entsprechende Umfrage.

Beziiglich der Vorverhandlungen mit der North-Hol-
land Publishing Company iiber einen Rabatt fiir DGKK-

Mitglieder flir das Journal of Crystal Growth sieht
es derzeit so aus, daB ein Mitglied das Journal jahr
lich fiir ca. 60 US$ wird beziehen kinnen, vorausge-
setzt, eine volle Subskription besteht seitens der
Institution, bei der es angestellt ist.

Der DGKK-Vorstand hat angeregt, seitens der I0CG
einen internationalen Preis zu vergeben, um junge
Wissenschaftler anzuregen und zu fordern. Der Preis
soll aus Beitrdgen der nationalen Vereinigung fi-
nanziert werden. Auch hieriiber soll im I0CG-Council
beraten werden.

Den Ausfiihrungen von Herrn Jacob schlieBt sich eine
kurze Diskussion an.

TOP 2:
Bericht des Schriftfiihrers

Herr Diehl gibt einen Oberblick iiber Mitgliederbe-
wegungen und den aktuellen Mitgliederstand der DGK
Im Berichtszeitraum ist ein Mitglied ausgetreten,

5 Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft aus Alters-
grUndeﬁ niedergelegt. Ein Mitglied wurde ausgeschlos-
sen. Demgegeniiber stand eine groBe Zahl von Neuan-
meldungen: insgesamt konnten als Ergebnis einer um-
fangreichen Werbeaktion 40 neue Mitglieder gewonnen
werden. Damit hatte die DGKK zum Zeitpunkt der Jah-
resversammlung 240 Mitglieder, von denen 107 im
Hochschulbereich, 83 aus dem Bereich der Industrie
und 50 aus anderen Bereichen kommen.

Im Zuge einer notwendig gewordenen Aktualisierung
der Mitgliederkartei entstand ein aktuelles DGKK-
Mitgliederverzeichnis, das wdhrend der Versammlung
fiir eine Schutzgebiihr von DM 1,- verteilt wird.

Im Berichtszeitraum wurden drei Mitteilungsblatter
(Nr. 35, 36, 37) herausgegeben. Dem Wunsch der Mit-
gliedermehrheit entsprechend erschien das letzte ‘
Mitteilungsblatt in neuer Aufmachung, die bei den
Mitgliedern breite Zustimmung findet. Inzwischen

hat ein Redaktionsstab die Herausgabe ilibernommen,
dem die Herren Schwabe, Benz und Diehl angehdren.
Die anwesenden Mitglieder werden zur Mitarbeit am
Mitteilungsblatt ermuntert und um Unterstiitzung

der Redaktion gebeten.

Die Vorbereitungen zur Herausgabe einer neuen Kri-
stalliste laufen etwas schleppend. Bisher sind beim
Schriftfiihrer erst 33 Anfragen und 10 Riickantworten
eingegangen. In Relation zur Mitgliederliste ist
dies eine schlechte Resonanz. Der Schriftfiihrer er-
ldutert nochmals die Ziele .dieser Liste und bittet
die Anwesenden, von der Moglichkeit der Eintragung
regen Gebrauch zu machen.



TOP 3:
Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungspriifer

Frau Grabmaier legt den Kassenbericht vor. Von den
Aktiva werden auch Mittel fiir die Forderung einer
Kristall-Ausstellung im Deutschen Museum bendtigt
werden. Ebenso wird das Mitteilungsblatt zukiinftig
hohere Kosten verursachen. Ein GroBteil der Gelder
soll weiterhin verwendet werden, um jiingeren Mit-
gliedern die Teilnahme an Tagungen zu ermdglichen.
Sieben Mitglieder erhielten einen ZuschuB zur Teil-
nahme an der ICCG-7. Die Priifung der Kasse durch
die Rechnungspriifer, der Herren Herres und Gotz,
gibt zu keinerlei Beanstandungen AnlafB.

Kassenbericht

an1aBlich der Mitgliederversammlung der DGKK
in Stuttgart am 12.09.1983

Stand: 31.08.1983

Postscheck: DM
748,71
Deutsche Bank: DM  2076,-
Sparbiicher: DM 29204,40
DM
32029,11

Kontobewegungen: Kalenderjahr '82 1.1.-31.8.83

Einnahmen:

Mitgliedsbeitrdge: DM 3.744,- DM 4.140,-
Zinsen (81) DM 1,172,94 (82) DM  1.484,80
TagungsiiberschuB DM 4.909,16 ?
Ausgaben:

Laufende Kosten: DM  1.497,30 DM  3.013,16
1CCG-7 Vor(Zu-)schuB DM  3.169,60 DM 1.433,30
StudentenzuschuB DM 2.000,-*
Werbung DM 934,80
*) noch nicht abgebuchte Zuschiisse DM 1.500,-
TOP 4:

Entlastung des Vorstandes

Fiir die Entlastung des Vorstandes stimmen 78 Mit-
glieder bei keiner Gegenstimme und 5 Enthaltungen.

TOP 5:
Neuwah1 des Vorstandes

Satzungsgema stehen nach Ablauf von 2 Geschifts-
jahren Vorstandswahlen an. Der Wahlvorschlag des
Vorstandes wird von den Anwesenden akzeptiert. Im
einzelnen ergibt sich folgendes Wahlergebnis:

Vorsitzender: Dr. Herbert Jacob
79 Stimmen
4 Enthaltungen

Stellv. Vorsitzender: Dr. Dietrich Schwabe
75 Stimmen
8 Enthaltungen

Schriftfiihrer: Dr. Roland Diehl Y
77 Stimmen

andere Mitglieder 1 Stimme
5 Enthaltungen

Beisitzer: Prof. Dr. Heiner Miiller-Krumbhaar
66 Stimmen
andere Mitglieder 4 Stimmen
6 Enthaltungen
Dr. Georg Miiller
66 Stimmen
andere Mitglieder 5 Stimmen
10 Enthaltungen
Dipl.-Phys.Ro1f Laurien
64 Stimmen
andere Mitglieder 6 Stimmen
11 Enthaltungen

Damit sind alle namentlich genannten DGKK-Mitglie-
der im ersten Wahlgang gewdhlt. Die gewdhlten Mit-
glieder nehmen die Wahl an und danken fiir das ihnen
entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 6:
BeschluB iiber die Hohe des Jahresbeitrags 1984

Herr Jacob plédiert fiir eine Anhebung des Mitglieds-
beitrages auf DM 25,- und nennt hierfiir einige Griinde.
Angesichts der guten Finanzsituation der DGKK wird
der Antrag auf Beitragserhihung mit groBer Mehrheit
abgelehnt.

ToP 7:
BeschluB iiber die Jahreshauptversammlung 1984

Jahrestagung und Hauptversammlung der DGKK finden
im Mdrz 1984 in Kombination mit dem Arbeitskreis
"Rontgentopographie” in Aachen statt. Der Tagung
wird ein Fachkolloquium iiber "Charakterisierung"
vorangestellt. Herr Klapper wird die Tagung orga-
nisieren und bittet um Mithilfe. Hinsichtlich des
Termins ist die groBe Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder dafiir, die Tagung vom 21. Mirz bis 23. Mirz
1984 durchzufiihren.

TOP 8:
Diskussion iiber die Jahreshauptversammlung 1985

Mit groBer Mehrheit wird der BeschluB gefaBt, Jah-
restagung und Hauptversammlung 1985 der DGKK in Kdln
- zusammen mit der AGKr - abzuhalten. Herr Haussiihl
wird die Tagung organisieren. Es wird mit einer gro-
Ben Teilnehmerzahl gerechnet. Die Kollegen aus Bel-
gien, Holland und Ddnemark sollen eingeladen werden.



TOP 9:

Diskussion iliber die Jahreshauptversammlung 1986

Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder ist der Mei-
nung, daB 1986 keine eigenstdndige DGKK-Tagung ab-
gehalten werden soll, da im gleichen Jahr die ICCG-&
in York/England stattfindet. Die Jahreshauptversamm-
lung der DGKK soll im Rahmen dieser internationalen
Tagung durchgefiihrt werden.

TOP 10:
Abstimmung iiber eine Namensdnderung der DGKK

Herr Jacob faBt nochmals die Griinde zusammen, die
fiir und gegen eine Namensdnderung der Gesellschaft
sprechen. Der Vorsitzende macht klar, daB sich der
Vorstand in dieser Frage neutral verhdlt. Im Falle
einer Mehrheit fiir eine Namensinderung empfiehlt
er die Bezeichnung "Deutsche Gesellschaft fiir Kri-

stallwachstum”". Da die Namensdnderung einer Satzungs-

anderung gleichkommt, ist dafiir eine 3/4-Mehrheit
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei der Ab-

stimmung stimmen von den 80 noch anwesenden Mitglie-

dern 57 fir und 22 gegen eine Namensdnderung, ein
Mitglied enthdlt sich der Stimme. Die fiir die Na-
mensidnderung erforderliche Zahl von 60 Stimmen wird
nicht erreicht. Der Name der Gesellschaft bleibt
somit unveridndert.

TOP 11:

Es entwickelt sich eine Diskussion, ob der vom DGKK-
Vorstand angeregte Preis auf nationaler oder inter-
nationaler Ebene verliehen werden sollte. Die Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder pldadiert fiir einen
nationalen, nur ein Mitglied fiir einen internationa-
len Preis. Damit eriibrigt sich eine Behandlung die-
ses Themas auf der Sitzung des I0CG-Councils.

Ende der Versammlung: 20.00 h

gez. gez.
H. Jacob R. Diehl

Neuer Vorstand der DGKK

SatzungsgemdB scheiden zum Jahresende 1983 die Vor-
standsmitglieder Dr. German Miller-Vogt (stellvertr.
Vorsitzender) und Dr. Franz Wallrafen (Beisitzer)
aus dem DGKK-Vorstand aus. Bei der Neuwahl des Vor--
standes wurde Herr Dr. Dietrich Schwabe (bisher
Beisitzer) zum stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wahlt. Als Beisitzer neu in den Vorstand wurden
gewdhlt die Herren

Dr. Georg Miiller,

geb. 1941, Dipl.-Phys., akad. Oberrat und Leiter
des Kristallabors am Institut fiir Werkstoffwissen-
schaften der Universitdt Erlangen

Arbeitsgebiet: Kristallziichtung von III-V-Verbin-
dungen, hauptsdchlich Schmelzziichtung, spez. Czoch-
ralski-, Bridgman- und Zonenverfahren, Losungs-
ziichtung (THM); Konvektionsvorgdnge und Kristall-
wachstum

Dipl1.-Phys. Rolf Laurien,
geb. 1951, wissenschaftlicher Assistent am Philips
Forschungslaboratorium Hamburg

Arbeitsgebiet: Einkristallziichtung von Granaten

mit der Double-Container-Technik.

Der neue DGKK-Vorstand stellt sich hiermit im Grup-
penbild mit Dame vor:

Der DGKK-Vorstand fiir die Amtsperiode vom
01.01.84 - 31.12.85; vorn: Frau C. Grabmaier;
stehend von links die Herren R, Diehl, D. Schwabe,
H. Jacob, H. Miller-Krumbhaar, R. Laurien und

G. Miller

DGKK-Jahrestagungen 1984 und 1985

Die Jahrestagung 1984 wird vom 21. bis 23. Marz

in Aachen stattfinden. Tagungslokal ist das Karman-
Auditorjum im Stadtzentrum von Aachen. Die Tagung
wird kombiniert mit einem Fachkolloquium "Charak-
terisierung von Kristallen", das vom Arbeitskreis
Réntgentopographie organisiert und vom 20. bis

21. Mdrz abgehalten wird. Die DGKK-Tagung be-

ginnt am 21.3. nachmittags und endet am Vormittag
des 23. Mdrz. Am Nachmittag besteht Gelegenheit

zum Besuch des Instituts fiir Festkorperforschung
der KFA Jiilich mit Besichtigung der Kristallziich-
tungs- und -priparationseinrichtungen. Wihrend

der Tagung wird die Ziichtung organischer Kristalle
aus unterkiihlten Schmelzen und nach dem Czochralski-
Verfahren demonstriert. Willkommen sind auch die
Kollegen aus Belgien und Holland, die sich mit
Beitridgen am Programm beteiligen kdnnen.

Anfang Dezember wird das 1. Zirkular versandt,

dem weitere Informationen iiber die Veranstaltung

7u entnehmen sind. Ndhere Auskiinfte sind zu er-

halten von:
Prof. Helmut Klapper,
Inst. f. Kristallographie der RWTH,
JdgerstraBe 17-19, 5100 Aachen,
Tel. 0241/80-6902



Die Jahrestagung 1985 wird im Friihjahr gemeinsam
mit der Arbeitsgruppe fiir Kristallographie (AGKr)
in Kdln abgehalten. Herr Haussiihl wird die Tagung
organisieren. Zu der Tagung sollen auch die Kolle-
gen aus Belgien, Holland und Didmemark eingeladen
werden.

DGKK- Fachsymposium
"Ausgangsmaterialien fiir die Kristallziichtung"

Am 19. und 20. Januar 1984 findet in Goslar das
DGKK-F achsymposium "Ausgangsmaterialien fiir die
Kristallziichtung unter dem Aspekt der Materialpri-
paration, Spezifizierung und Verfiigharkeit" statt.
Hierzu hat Herr Wiese das folgende vorlaufige Pro-
gramm aufgestellt:

Donnerstag, 19.01.84

ab 9.00 Uhr Werksbesichtigungen
- H.C. Starck Betriebsbereiche der Tantal-:
gewinnung und -raffination
- Chemetall, Betriebsbereiche zur Herstel-
Langelsheim Tung von Alkalimetallen bzw.
-verbindungen

- PREUSSAG AG METALL,a) Zentrallabor Harz
Hiittenwerk Harz b) Zinkgewinnung und -raffina-
tion
Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag
- Vortragsteil

Einleitend werden zwei Vortrige "Probleme der Reinst-

stoffbeschaffung und Entwicklung" gehalten:

1. Prof. Wenzl/Dr. Welter, KFA Jiilich
Das Thema wird ungefdhr lauten: "Randbedin-
gungen der Reinststoffbeschaffung, dargestellt
an dem breit gefidcherten Reinststoffbedarf
der KFA Jiilich".

2. Dr. Diet1/Dr. Hurrle, Wacker-Chemitronic/
Fraunhofer-Institut fiir Solare Energiesysteme
Das Thema lautet: "Spezifikation, insbesondere
die analytische Charakterisierung von Reinst-
silizium". N

Weitere Vortrdge sind geplant iiber

Alkalimetallverbindungen
(Chemetall, Langelsheim)

- Galliumgewinnung und -raffination
(Alusuisse)

- Aluminiumgewinnung und -raffination
(VAW)

- Arsengewinnung und -raffination
- Germaniumgewinnung und -raffination
(PREUSSAG AG METALL)

- Rohstoffe fiir Lichtwellenleiter
(E. Merck)

- Niob/Tantalgewinnung und -raffination
(H.C. Starck)

- Reinstgase
(Messer-Griesheim)

Das detaillierte Programm mit weiteren Informatio-
nen wird Anfang Dezember versandt. Es wird darauf
hingewiesen, daB zu diesem Symposium absprachegemdB
keine Vortragstexte bzw. Abbildungen verdffentlicht
werden. Weitere Auskiinfte erteilt:

Dr. Ulrich Wiese,
PREUSSAG AG METALL, \ P 4 22 /i
Seltenmetallanlage, 0 T -

3394 Langelsheim 1

Tel. 05321/71-640

.

Mitgliederiibersicht

Der Vorstand hat die traurige Pflicht, das Able-
ben des langjdhrigen holldndischen DGKK-Mitglie-
des Dr. B. Knook bekannt zu geben.

Zum Jahresende 1983 hat Herr Dipl.-Min. Kurt Kull-
mann seinen Austritt aus der DGKK erkldrt. Diesem
Austritt stehen zahlreiche Neuanmeldungen gegen-
iiber. Seit Erscheinen des Mitteilungsblattes Nr.37
(April 1983) sind weitere 35 Kolleginnen und Kol-
legen aus der Kristallziichtungsbranche Mitglieder
der DGKK geworden. Dies ist nicht zuletzt das Er-
gebnis intensiver Werbeanstrengungen. Allen Mit-
gliedern, die sich hierbei engagiert haben, gilt
der besondere Dank des Vorstandes.

Derzeit hat die DGKK 255 Mitglieder. Davon kommen
112 aus dem Hochschulbereich, 90 aus dem Bereich
der Industrie und 53 aus anderen Bereichen. Als
neue Mitglieder begriiBen wir

Mlle. Katia Djevahirdjian, Kondirektrice

Industrie de pierres scientifiques, Djeva S.A.
CH-1870 Monthey

0041/25/707141

Kristallziichtung und Produktion hochschmelzender
Oxide, spez. Korund und Spinell, vorwiegend mit
Flammenschmelzverfahren, Weiterverarbeitung und
industrielle Anwendung der produzierten Kristalle

und die Herren

Dipl.-Phys. Wolfgang Appel

MPI fiir Festkorperforschung
Heisenbergstr. 1, 7000 Stuttgart 80
0711/6860-281
Fliissigphasenepitaxie, GaAs und Si

Dr. Ivan Bakardiev, Dipl.-Chem.

Kali und Salz AG, Kaliforschungs-Institut
Bemeroder Str. 37, 3000 Hannover
0511/524-9479

Kinetik des Kristallwachstums;
Einkristalle und Kornprodukte

Rolf A. Becker, Physiklaborant

Institut fiir Kristallographie der RWTH

Jdgerstr. 17 - 19, 5100 Aachen

0241/80-6993

Ziichtung organischer Kristalle nach verschiedener
Methoden und Konstruktion der erforderlichen Ap-
paraturen

Dipl.-Chem. Thomas Bluemel

Institut fiir Physikalische Chemie der Universitit
Warburger Str. 100, 4790 Paderborn

05251/60-2578

Ziichtung und Wachstum fliissig-kristalliner Phasen

Dr.-Ing. Gernot Brandt, Physiker
Fraunhofer-Institut f. Angewandte Festkorperphysik
Eckerstr. 4, 7800 Freiburg

0761/2714-281

Kristallziichtung von terndren Sulfiden und Oxiden;
Kristallstrukturuntersuchungen




M. Vahan Djevahirdjian, geschdftsfiihrender Direktor
Industrie de pierres scientifique, Djeva S.A.
CH-1870 Monthey

0041/25/707141

Kristallziichtung und Produktion hochschmelzender
Oxide, spez. Korund und Spinell, vorwiegend mit
Flammenschmelzverfahren; Weiterverarbeitung und
industrielle Anwendung der produzierten Kristalle

Dr. Dieter Drechsel, Physiker
Leybold-Heraeus GmbH
WilheIm-Rohn-Str. 25, 6450 Hanau
06181/364-410

Kristallziehen von Halbleitern

Dipl.-Phys. Hartmut Eisele

Kristallabor der Universitit

Pfaffenwaldring 57, 7000 Stuttgart 80
0711/685-4701

Halbleiterphysik, optische Nachrichtentechnik

Dr. Achim_Eyer, Dipl.-Phys.
KristalTographisches Institut der Universitidt,
Hebelstr. 25, 7800 Freiburg

0761/203-4282

Kristallziichtung, spez. Si;

Kristallziichtung unter Schwerelosigkeit

Dipl.-Chem. Werner Fabian, Ing. (grad.)
Heinrich-Hertz-Institut fiir Nachrichtentechnik
Einsteinufer 37, 1000 Berlin 10

030/3100-2528

Kristallziichtung nach Bridgman, in Hochtemperatur-
ldsungen und in Gelen; OMVPE von InP und InP-haltigen
IT1I-V-Halbleitern mit in-situ gebildetem (TMIn-TMP
Addukt

Prof. Dr. Giinter Frohberg

Institut fiir Metallforschung der TU

Joachimstaler Str. 31/32, 1000 Berlin 15

030/314-2831

Diffusion in Festkorpern und Schmelzen inkl. Elektro-
und Thermotransport; Oberfldchen-Physik

Dr. Christoph Geibel, Physiker

INFP Kernforschungszentrum Karlsruhe

Postfach 3640, 7500 Karlsruhe

07247/82-2304

Hartstoffe, intermetallische Verbindungen, Hydride

Dr. Michael Harr, Dipl.-Ing.

Batelle-Institut e.V.

Am Romerhof 35, 6000 Frankfurt 90

0611/7908-2883

Kristallziichtung terndrer Systeme (PbSnTe) nach THM;
organische Kristalle (TCNQ-Systeme); Hochfrequenz-
messungen; Kristallziichtung unter xug-Bedingungen

Dr.-Ing. Meino Heyen

Institut fir Halbleitertechnik der RWTH
Walter-Schottky-Haus

SonnenfeldstraBe, 5100 Aachen
0241/80-7764

I111-V-Halbleiter, Epitaxie

Dr. Hartmut Hibst, Dipl.-Chem.
BASF AG, M301, ZAA/F

6700 Ludwigshafen
0621/6056-136
Magnetische Filme

Dipl.-Ing. Horst Hommel

Fraunhofer-Institut fiir Treib- und Explosivstoffe
InstitutsstraBe, 7507 Pfinztal 1

0721/46101

Entstehung und Wachstum sphdrolithischer Polykri-
stalle in unterschiedlichen Stoffsystemen: Metalle,
Kunststoffe, anorganische und organische Salze,
Mineralien; Biostoffwechsel

Dr. Erich Kasper

AEG-Telefunken, Forschungsinstitut

Sedanstr. 10, 7900 Ulm

0731/392-4048

Epitaxie, speziell Si-MBE; III-V-Materialien;
Analyseverfahren

Rudo1f Kelpin, Kaufmann

Im Schilling 18, 6906 Leimen

06224/72558

Beschaffung von Kristallmaterialien, Halbzeugen,
Einkristallprodukten zur Anwendung, Zubehor und
Ausgangsmaterialien zur Einkristallziichtung

Dr. Klaus-Peter Klages, Dipl.-Chem.

Philips GmbH Forschungslaboratorium Hamburg
Vogt-Ko11n-Str. 30, 2000 Hamburg 54
040/5493-561

Physikalisch-organische Chemie, Photochemie;
Ziichtung von Kristallen, spez. Epitaxie von
Granaten; magnetische, optische, elektrische
Eigenschaften von Kristallen

Dipl.-Phys. Wolfgang Kdrber

Kristallabor der Universitidt

Pfaffenwaldring 57, 7000 Stuttgart 80
0711/685-4701

Halbleiterphysik, Halbleitertechnologie, spez.
von II1I-V-Materialien; Kristallziichtung von
ITI-V-Halbleitern

Prof. Dr. Dieter Langbein

Batelle-Institut e.V.

Am Romerhof 35, 6000 Frankfurt 90
0611/7908-2539

Theorie von Konvektion, Warmetransport und
Diffusion

Dipl.-Chem. Dieter Maschewsky

Maschewsky KG,

Brunnleitenstr. 6, 8082 Grafrath

08144/7857

Produktion von hochreinen Metallen; Kristall-
ziichtung von Halbleitern, Oxiden und sonsti-
gen Verbindungen

Martin Meyn, stud. min.

Mineralogisch-Petrographisches Institut

der Universitit

Grindelallee 48, 2000 Hamburg 13

040/4123-2052

Kristallziichtung mit der Skull-Melting-Technik

Rudol1f Moritz, Chemielaborant

Fraunhofer-Institut fiir Angewandte Festkorperphysik
Eckerstr. 4, 7800 Freiburg

0761/2714-282

Chemischer Transport von bindren und terndren
Sulfiden, Phosphiden, Oxiden; Bridgmanziichtung

von bindren und terndren Sulfiden

Bernard Mudry, Verkaufsleiter

Industrie de pierres scientifiques, Djeva S.A.
CH-1870 Monthey

0041/25/707141

Kristallziichtung und Produktion hochschmelzender
Oxide, spez. Korund und Spinell, vorwiegend mit
Flammenschmelzverfahren; Weiterverarbeitung und
industrielle Anwendung der produzierten Kristalle

Dr. Hans Opower, Dipl.-Phys.

W.C. Heraeus GmbH,

Am Sulzbogen 62, 8080 Fiirstenfeldbruck

08141/2431

Kristallziichtung aus der Schmelze, Kristallisati-
on durch Laserbestrahlung

Dr. G.S.R. Sarma

DFVLR, Institut fiir Theoretische Stromungsmechanik
Bunsenstr. 10, 3400 Gottingen

0551/709-2412

Stromungsmechanik, Wdrme- und Stoffaustauschvorginge,
strémungsphysikalische Probleme der Verfahrenstechnik
und Materialwissenschaften

Dipl.-Phys. Michael Schlak

Heinrich-Hertz-Institut fiir Nachrichtentechnik
Einsteinufer 37, 1000 Berlin 10
030/31002-337

Epitaxie, Technologie und Physik der III-V-Halbleiter

Bert Scholz, Phgsiker
ng.-Buro Bert Scholz,
Villenstr. 2, 8082 Grafrath

08144/7656 _ )
Fertigung von Germanium- und metallischen Einkri-
stallen; Fertigung hochreiner Metalle

Dipl.-Ing. Hans-Jiirgen Sell } .
Tnstitut fur Werkstoffwissenschaften der Universitit
Martensstr. 7, 8520 Erlangen

09131/85-7730
Ziichtung von III-V-Kristallen



Prof. Dr. Johann-Martin Spaeth

Fachbereich Physik der Universitit

Warburger Str. 100, 4790 Paderborn

05251/60-2742

Ziichtung von Ionenkristallen mit verschiedenen
Dotierungen zum Studium von Punktdefekten; Dotierung
von Halbleitern

Peter Speier, stud. phys.

Kristallabor der Universitdt

Pfaffenwaldring 57, 7000 Stuttgart 80
0711/685-4701

MOCVD, LPE und Charakterisierung von III-V-Halb-
leitern

Dipl.-Phys. Thomas Voigt

Kristallabor der Universitit

Pfaffenwaldring 57, 7000 Stuttgart 80,
0711/685-4701(4961)

Halbleiterphysik und Kristallwachstum, spez. von
I1I-V-Verbindungen; optische Nachrichtentechnik
und entsprechende Bauelemente, spez. Laser, Dioden

Dr. Harald Zimmermann, Dipl.-Phys.
Telefunken electronic

Theresienstr. 2, 7100 Heilbronn
07131/882-441

Kristallziichtung und Epitaxie von II-VI- und
I11I-V-Materialien; Bauelementetechnologie,
Thermodynamik

Aktuelles DGKK-Mitgliederverzeichnis

Als Ergebnis einer vom Schriftfiihrer durchgefiihr-
ten Mitgliederumfrage liegt nunmehr ein neues Mit-
gliederverzeichnis mit Stand vom 01. Juli 1983 vor.
Es enthdlt Namen, Beruf, Dienstadresse, Telefon-
nummer sowie eine Kurzbeschreibung der Interessen
und Erfahrungen auf dem Gebiet des Kristallwachs-
tums und der Kristallziichtung. Letztere Informa-
tionen sollen Kontakte und Erfahrungsaustausch
unter den Mitgliedern initiieren sowie als Pla-
nungsgrundlage fiir fachspezifische Symposien die-
nen. Der Vorstand hofft auf rege Wechselwirkung
unter den Mitgliedern.

Das Sammeln der erforderlichen Informationen fiir
das Mitgliederverzeichnis gestaltete sich teilwei-
se sehr zeit- und kostenaufwendig, z.B. fielen Te-
lefongebiihren von fast DM 600,- an. Um den Aufwand
zukiinftig zu reduzieren, ergeht an jedes Mitglied
die dringende Bitte, DGKK-spezifische Anderungen
unverziiglich dem Schriftfiihrer mitzuteilen. Das
Hitg]iederéerze1chnis 5011 in regelmdBigen Abstén-
den (alle 2 - 3 Jahre) aktualisiert werden.

Der Schriftfiihrer dankt allen, die ihn bei der
Suche nach verschollenen Mitgliedern unterstiitzt
haben, sehr herzlich.

Alle Mitglieder , die nicht an der ICCG-7 teil-
nehmen konnten, erhalten ein Mitgliederverzeichnis
per Post. Die Schutzgebiihr dafiir betrdgt DM 1.--
(zahlbar zusammen mit dem ndchsten Jahresbeitrag).

Veranderungen

Frau Dr. Leonore Wiehl, Dipl.-Phys., bisher tatic

am Institut fiir Kristallographie der Universitidt
Koln, ist jetzt Mitarbeiterin im Arbeitskreis von
Prof. Giitlich am Institut fiir Anorganische und Ana-
lytische Chemie der Johannes-Gutenberg-Universitidt,
Jacob- Welder-Weg 11, 6500 Mainz, Tel. 06131/39-5723.
Ihre Arbeitsgebiete: Phasenumwandlungen; Ferroelasti-
zitdt; Ziichtung organischer Kristalle, spez. mit
Spin- Crossover-Umwandlung.

Neue Kristalliste

Mit dem mittelfristigen Ziel einer internationa-
len Ausgabe eines umfassenden Quellenverzeichnisses
von Kristallen wird derzeit eine entsprechende Be-
standsaufnahme. fiir den DGKK-Bereich durchgefiihrt.
Zusammen mit diesem Mitteilungsblatt wird das ent-
sprechende Formblatt verschickt. Das Verzeichnis
so11 iiber vorhandenes Know-how und verfiigbare Kri-
stalle informieren. Die Verfiigharkeit beinhaltet
hier nicht nur den Kauf, sondern auch andere Mog-
lichkeiten des Erwerbs, z.B. auf dem Wege des Tau-
sches oder auch aufgrund gemeinsamer Forschungs-
projekte.

Aus organisatorischen und Kostengriinden werden die
Informationen in moglichst kompakter Form gewiinscht.
Daher ist es unumganglich, daB die Eintragungen in-
stitutionsbezogen erfolgen. Auf Personen kann unter

der Rubrik "Persons to contact" Bezug genommen werden.
Die gelieferte Informationen sollten nicht zu speziell
sein. Eventuell lassen sich mehrere Kristalle zu Stoff-
klassen (z.B. Granate) zusammenfassen.

Wichtig ist weiterhin die Aktualitdt. Das Schwer-

gewicht der Eintragungen sollte etwa den Zeitraum

der letzten 5 Jahre umfassen. Beziiglich weiter zu-
riickliegender Arbeiten kann man die "Dokumentation
iiber Kristallziichtung" aus dem Jahre 1976 zu Rate

ziehen.

Sollten sich einige Arbeiten nicht anhand der beige-
fiigten "List of abbreviations" spezifizieren lassen,
so ist die Méglichkeit gegeben, weitere Spezifika-

tionen mit entsprechender Erlduterung zu "erfinden".

Nach Meinung der Initiatoren der Umfrage 1@t sich
aufgrund der gewdhlten Form das daraus resultierende
Quellenverzeichnis in regelmdBigen Abstinden ohne
groBen Aufwand aktualisieren. Es ergeht die Bitte,
das ausgefiillte Formblatt baldigst an den Schrift-
fiihrer zuriickzusenden.

Mitgliederrabatt fiir Journal of Crystal Growth

Die Verhandlungen mit der North-Holland Publishing
Company iiber ein preiswertes persionlighes Abonnement
fiir Mitglieder nationaler Kristallziichtungsorganisa-
tionen haben zu einem greifbaren Ergebnis gefiihrt.



North Holland wird fiir ein personliches Jahresabonne-
ment des Journals ca. DM 150,- berechnen unter der
Voraussetzung, daB die Institution, bei welcher der
Abonnent tdtig ist, das Journal zu den iiblichen Kon-
ditionen abonniert hat. Damit die Aktion nicht im
Sande verlauft, wira gebeten, von dem Angebot North
Hollands regen Gebrauch zu machen. Interessenten

an einem persénlichen Abonnement wollen sich bitte
umgehend beim Schriftfiihrer melden.

10CG

International Organization of Crystal Growth

Fiir die Amtsperiode 1983 - 86 wurden in den
10CG-Vorstand gewdhlt:

President:
Prof. Raymond Kern
Laboratoire de Mineralogie et Cristallographie,
Faculté de Science,
St. Jérome, Marseille 13, Frankreich

Vice President:
Dr. Brian Cockayne
Royal Signal & Radar Establishment
St. Andrews Road, Great Malvern,
Worcs. WR14 3PS, U.K.

Past President:
Dr. Robert A. Laudise
Bell Laboratories, 600 Mountain Ave.,
Murray Hi1l, New Jersey 07974, U.S.A.

Secretary:
Prof. Michael Schieber

School of Applied Science and Technology
The Hebrew University of Jerusalem
Givat Ram, Jerusalem 91904, Israel

Treasurer:
Dr. Ken A. Jackson
Bell Laboratories, 600 Mountain Ave.,
Murray Hill, New Jersey 07974, U.S.A.

Dem Exekutivkommittee gehtren an:

Prof. A.A. Chernov
Institute of Crystallography, Academy
of Science, Moskau

Dr. F.W. Ainger, Chairman ICCG-8
Allen Clark Research Centre,
Plessey Research, Caswell (U.K.)

Dr. E. Kaldis
Institut fiir Festkdrperphysik
der ETH, Ziirich

Prof. R. Nitsche
Kristallographisches Institut der
Universitdt Freiburg

Prof. V.V. Osiko
Lebedew Institute of Physics,
Academy of Science, Moskau

Dr. D.T. Hurle,
R.S.R.E., Great Malvern (U.K.)

Prof. A. Rabenau, Chairman 1CCG-7
MPI flir FestkGrperforschung,
Stuttgart g

Prof. M. Pilkuhn, Co-Chairman ICCG-7

Institut fiir Physik der Universitit,

Stuttgart
Die Herren Osiko und Hurle sind die ex officio Ver-
treter der I0CG in der Kommission fiir Kristallziich-
tung der International Union of Crystallography (Iucr).

Dem I0CG-Council gehtren die Vorsitzenden und Sekre-
tdre der nationalen Kristallziichtungsorganisationen
an. Organisationen mit mehr als 200 Mitgliedern konnen
einen weiteren Vertreter in den Council entsenden.

Die DGKK wird zur Zeit von den Herren Jacob, Diehl

und Schwabe im IOCG-Council vertreten.

Sitzung des |IOCG - Councils

Die Geschdftssitzung des 10CG-Councils fand am 14.09.
1983 in Stuttgart-Fellbach anl&Blich der ICCG-7 statt.
Die Diskussion hatte hauptsdchlich die von Herrn Jaceb
angeregte Frage zum Gegenstand, was seitens der I0CG
bzw. von den Vorstdnden der nationalen Kristallziich-
tungsorganisationen getan werden kidnnte, um die Orga-
nisationen attraktiver zu machen. Insbesondere fiir
junge Mitglieder sollen Mdglichkeiten des Forschungs-
austauschs geschaffen werden. Noch offen ist die Frage
der Finanzierung solcher Forschungsaufenthalte. Hier
muB im Einzelfall entschieden werden. Verfiighare Posi-
tionen und Anfragen sind zentral an Herrn Schieber zu
melden, der sie im Journal of Crystal Growth publizie-
ren und entsprechende Infos an die Sekretdre der natio-
nalen Organisationen versenden wird.

Zum Vorteil der Mitglieder von Kristallziichtungs-
vereinigungen wird eine BeitragsermdBigqung fir in-
ternationale Tagungen angestrebt. Die Bemiihungen,
eine solche ErmdBigung bereits fiir die ICCG-7 zu
erreichen, waren nicht erfolgreich. Herr Cockayne
als Mitglied des Organisationskomitees der ICCG-8
will die Moglichkeit eines Mitgliederrabattes fiir
diese Tagung priifen. Es wird angeregt, daB auf Kon-
ferenzen die Mitgliedschaft von Teilnehmern durch
ein spezielles Namensschild kenntlich gemacht wird.

Die von North Holland eingerdumte Mdglichkeit ei-
nes stark verbilligten persdnlichen Abonnements fiir
das Journal of Crystal Growth wird vom Council sehr
begriiBt. Herr Schieber wird zentral die eingehen-
den Abonnements sammeln und dann mit North Holland
einen endgiiltigen Subskriptionspreis aushandeln.

MITTEILUNGEN ANDERER GESELL-
SCHAFTEN

AGKr

Die Arbeitsgemeinschaft fiir Kristallographie (AGKr)
gibt zukiinftig drei- bis viermal jéhrlich ein Infor-
mationsblatt "Kristallographie-Nachrichten" heraus.
Die Redaktion liegt in den Hinden von Prof. Dr.
Hartmut FueB, Institut fiir Kristallographie und
Mineralogie der Universitdt, Senckenberganlage 30,
6000 Frankfurt 1. Heft 1 vom September 1983 enthidlt
ein Vorwort des Vorsitzenden der AGKr, Herrn Prof.
Liebau, ein Geleitwort des Vorsitzenden der Deut-
schen Mineralogischen Gesellschaft, Herrn Prof. Hahn,
und ein GruBwort des Prasidenten der Gesellschaft



Deutscher Chemiker, Herrn Prof. Sammet. Weiterhin KKN

finden sich darin das vorldufige Programm und De- Im September '83-info der Kontaktgroep voor Cristal-

groei Nederland wird das jdhrliche Symposium angekiin-
digt, das am 23. September unter dem Thema "Kristall-
wachstum: Theorie und Praxis" in Nijmegen stattfand.
Die Zusammenfassungen der Vortridge sind im info

tails iiber die Vorbereitungen zum "13. Conaress

and General Assembly of the International Union

of Crystallography" vom 09. - 18. August 1984 in
Hamburg. Es schlieBt sich ein informativer Aufsatz
vom Prof. Fischer iiber "Synchrotron-Strahlung fiir
Kristallographie" an, der auch liber Arbeitsmdglich-
keiten fiir auswdrtige Gruppen im HASYLAB/DESY infor- GFCC
miert. Den Kurzberichten iliber die "Gordon Research
Conference on Electron Distribution and Chemical
Bonding" vom 11. - 15. Juli 1983 in Plymouth N.H.,

U.S.A., die "23nd Annual Denver X-ray Conference"
vom 01. - 05. August 1983 in Snowmass Co., U.S.A. et la charactérisation des semiconducteurs et des

matériaux obtenus par croissance en solution",die

abgedruckt.

Die "Informations" der Groupe Frangais de Croissance
Cristalline" vom Juli 1983 befassen sich hauptsdchlich
mit der "Réunion franco-italienne sur la Croissance

und das "Eigth European Crystallographic Meeting

(ECM-8) vom 08. - 12. August 1983 in Liittich/Bel- am 08. und 09. November 1983 in Santa Vittoria d'Alba/
gien folgt ein Tagungskalender. Angebote zur Teil- Italien stattfindet. Die Tagung lauft in zwei Parallel-
nahme an wissenschaftlichen Kursen, ein Hinweis Titzungen "Matériaux semiconducteurs"” und "Croissance
auf die Vorbereitung der Binde B (Reziproker Raum) en Solution" ab. Vollstdndige Programm- und weitere In-
und C (Mathematische und physikalische Tabellen) formationen sind abgedruckt. Kontaktmann ist R. Fornari,
der Internationalen Tabellen fiir Kristallographie Instituto MASPEC-CNR, Via Chiavari 18/A, 43100 Parma/
sowie Post Doc-Stellenausschreibungen runden das Italien. Das Blatt enthdlt weiterhin einen Bericht

Heft ab. vom Seminar "Epitaxie par Jets Moléculaires" vom

06. - 08. Juni '83 in Porquerolles, einen Bericht
iiber die Jahrestagung der Association Francaise de
Cristallographie vom 31. Mai - 02. Juni 1983 in
Lille, einen Hinweis auf das Jahreskolloquium der
GFCC vom 15. - 17. Mdrz 1984 in Montpellier und
einen Tagungskalender.

AACG

Der neue Newsletter (Juli 1983) der American Asso-
ciation for Crystal Growth erschien im neuen Gewand.
In Form und Inhalt ergeben sich Ahnlichkeiten zum
DGKK-Mitteilungsblatt. In der Reihe "Milestones in

Crystal Growth" hat Dr. Ernest Buehler einen Bei- PERSONELLES

trag iiber das erste Czochralski-Silizium verfaBt.

Zusammen mit G.K. Teal hat er 1949 in den Bell Labs Dr. Don W. Shaw, Direktor des Materials Science
den ersten Silizium- Einkristall aus der Schmelze Laboratory von Texas Instruments und Mitherausge-

gezogen. ber des Journal of Crystal Growth, erhielt anldB-
lich der San Francisco-Konferenz der Electrochemi-
cal Society im Mai 1983 den Electronics Division
Award der Gesellschaft. Don Shaw ist u.a. Autor

von vielen bedeutenden Obersichtsartikeln iiber Gas-
phasenepitaxie. Sein Vortrag bei der Preisverleihung
hatte das Thema "Kinetics and Mechanism of GaAs

Vapor Phase Epitaxy".

Ein Beitrag von Duane Wilson (Harris Microwave Semi-
conductors) gibt Auskunft iiber "Recent advances in
GaAs for ICs". Dr. Jiang Min-Hua von der Shandong-
University in China hat einen Artikel iiber die Kri-
stallziichtungsaktivitdten am Institute of Crystal
Materials der Shandong-Universitdt beigesteuert. Es
folgt ein ausfiihrlicher Bericht iiber die 7. AACG/West
Conference on Crystal Growth und Kurzberichte iiber an-
dere regionale AACG-Konferenzen. Neben einer Viel-

In Memoriam James W. Nielsen

Am 03. Mai 1983 verstarb nach kurzer Krankheit
Jim Nielsen im Alter won 59 Jahren. Der Verstor-
bene war ein Pionier auf dem Gebiet der Kristall-

zahl weiterer Informationen enthdlt der Newsletter
einen umfangreichen Tagungskalender und Stellenan-

gebote.
ziichtung ferromagnetischer Granate. 1953 trat er

in die Bell Telephone Laboratories ein, wo er sich
lange Jahre erfolgreich mit Phasengleichgewichten,
isomorphem Ersatz und Methoden der Ziichtung von
Granatkristallen beschiftigte. Seine Arbeiten tru-
gen wesentlich zum Verstdndnis der Vorgdnge bei

der Fluxziichtung und zur Entwicklung neuer LGsungs-
schmelzen bei, mit denen sich forromagnetische
Granate im kommerziellen MaBstab herstellen liefen.
Dariiber hinaus war er Spezialist fiir hydrotherma-
le Kristallziichtung von Oxiden. 1960 ging er zur
Airtron Division der Litton Industries und kehrte

BACG

Der September '83-Newsletter der British Association
for Crystal Growth enthdlt u.a. eine ausfiihrliche
Besprechung des Buches "Identifying Man-made Gems"
von M. 0'Donoghue, eine Zusammenfassung des letzten
DGKK-Mitteilungsblattes, Tagungskalender und einen
Hinweis auf die Jahresversammlung der BACG am 23.
Oktober 1983 in Chester.
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1967 zu den Bell Laboratories zuriick, wo er mit
seiner Gruppe unter den ersten war, der GGG-Ein-
kristalle mit dem Czochralski-Verfahren als Bubble-
Substrate fiir LPE-Filme substituierter Granate pro-
duzierte. In den letzten Jahren war er verantwort-
lich fiir die Einkristallziichtung von III-V-Materia-
lien, speziell von GaAs mit dem Czochralski- und
horizontalen Bridgman-Verfahren. Jim Nielsen hielt
zahlreiche Patente und verdffentlichte iiber 50
Arbeiten, die zum griBten Teil wegweisend waren

und einen festen Platz in der wissenschaftlichen
Kristallziichtung behalten werden,

(Auszug aus dem Nachruf von R.A. Laudise)

ICCG-7,12.-16.Sept. 1983 in Stuttgart
Allgemeine Ubersicht

"Das war eine schine Tagung!" Dieser anerkennende
Satz war immer wieder aus verschiedenem Munde zu
hdren, als sich die 7. International Conference on
Crystal Growth, die erste auf bundesdeutschem Bo-
den, ihrem Ende zuneigte. Auch der Berichterstat-
ter machte des Gfteren von diesem Ausspruch Ge-
brauch und gewahrte jeweils uneingeschrankte Zu-
stimmung bei den Angesprochenen, und dies nicht
nur aus Hoflichkeit.

Die Ausmafe der ICCG-7 konnte sich sehen lassen:
weit liber 600 Teilnehmer aus 30 Ldndern waren der
Einladung in die baden-wirttembergische Landeshaupt-
stadt gefolgt und sorgten mit ca. 400 Beitridgen
fiir ein stattliches Programm, das vom Programm-
komitee sehr ibersichtlich strukturiert worden
war. Imposant auch das Tagungslokal, die Schwa-
benlandhalle in Fellbach, mit ausgezeijchneter In-
frastruktur und gediegener Technik. Vom erstmali-
gen Besucher anfangs mit seinen vielen Gingen,
Sdlen und Zimmern als Labyrinth empfunden, erwies
sie sich doch bald als ein geradezu ideales Zen-
trum fiir eine Veranstaltung der genannten GriBen-

ordnung.

Gute Stimmung und angeregte Unterhaltung beim
informellen Empfang

Vorab ein Lob fiir die ausgezeichnete Organisati-

on und fiir die Schaffung eines Umfeldes, in dem
sich eine gelockerte und freundschaftliche Atmo-
sphdre entwickeln konnte. Einen ersten Vorgeschmack
davon bekamen alle Teilnehmer, die bereits am Sonn-
tag anreisten und den Weg zum informellen Empfang
fanden. Auf der sehr gut besuchten Veranstaltung

Der scheidende 10CG-Prisident. R.A Laudi
) i : v MR se (1.
im Gesprich mit dem ICCG-7-Chairman, A. Rabeiau]

Ob wohl alles gut geht?

ICCG-7-Co-Chairman M. Pilkuhn (r.) und ICCG-7-Se-
kretdr K.W. Benz; im Hintergrund links der
ICCG-8-Chairman F. Ainger

Fachsimpelei mit Bier

Der DGKK-Vorsitzende H. Jacob (1.) im angeregter
Unterhaltung mit den DGKK-Mitgliedern C. Sussieck-
Fornefeld (r.) und R. Laurien



sah man viele bekannte Gesichter. Bemerkenswert
die starke Prdsenz der Kollegen aus Fernost und

jenseits des Atlantik. Bei Speis und Trank (der

Presidents' Small Talk:

_ Der AACG-Prdsident R. Feigelson (1.) im Gesprich
ﬂ mit dem vormaligen DGKK-Vorsitzenden R. Nitsche

Fir alle, die ihn noch nicht kennen:
Der neue IOCG-Prdsident R. Kern (r.)

Weltreisende in Sachen Kristallziichtung:
1. Sunagawa (1.) und K. Watanabe

1 ‘ i
s il BP s ik
Das Stuttgarter Bier ist Klasse: !
Der Prdsident der japanischen Kristallziichter,

T. Arizumi (2. v. 1.), mit K. Watanabe in Beglei-
tung ihrer Gattinen

Die Makkaroni-Konvektion im Bier wird durch

den Schaum gebremst:

DGKK-Vorstandsmitglied D. Schwabe (1.) im ernsten
Fachgesprdch mit BACG-Mitglied D.T. Hurle

Internationale Bierrunde:

(v.1.) T. Nishinaga mit dem vormaligen KKN-Vor-
sitzenden J. Giling (m.) und AACG-Mitglied

D.W. Shaw

Berichterstatter hatte die Qualitit des Stuttgar-
ter Bieres gewaltig unterschitzt) kam es schnell
zu angeregten Gesprachen, und der Empfang nahm
einen wohltuend familidren Charakter an. Ein kon-
tinuierlicher Anstieq des Stimmungsbarometers

1n



Die DGKK ist doch der schonste Verein:
G. Miller-Vogt und D. Schwabe in harter Diskus-
sion mit dem vormaligen Vorstandsmitglied H. Wenz]

Stimmung ohne Defekte:

Die Aachener *Grafen und **Ziichter

H. Klapper (2.v.1.), R. Becker, N. Herres und
D. Gotz (v.l.n.r.) bei der Fachsimpelei mit
D.Y. Parpia (1.)

(* Rontgentopo-) (** Kristall-)

sorgte dafiir, daB von den meisten Anwesenden der
offizielle SchluB der Veranstaltung gegen 20.00 h
verpaBt wurde. Die Letzten gingen nach 21.00 h.
Der Berichterstatter war aus dienstlichen Griin-
den dabei.

Die Erdoffnungszeremonie (Mo., 12.09., 9.00 h) fand
im Holderlin-Auditorium vor vollem Saale statt.
Als Vorsitzender des Organisationskomitees hieB
Herr Rabenau alle Anwesenden willkommen und wiinsch-
te der Tagung gutes Gelingen. Kurze Willkommens-
ansprachen hielten Herr Jacob als Vertreter der
DGKK und Herr Bethge im Namen der die Tagung for-
dernden wissenschaftlichen Organisationen. Danach
ging das Wort an den 1. Biirgermeister der Stadt
Fellbach, Herrn Hochwald, der in seiner GruBadresse
die Freude zum Ausdruck brachte, daB die erste

in der Bundesrepublik stattfindende ICCG gerade

in Fellbach abgehalten wird. Nach einer kurzen
Vorstellung seiner Stadt ging er auch auf die Bedeu-
tung Fellbachs als Stadt des Weines ein. Er riet
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Wer kennt die Vdlker, nennt die Namen ....
A. Rabenau eriffnet die ICCG-7

H. Jacob liberbringt die GriiBe der DGKK

A. Rabenau (1.) dankt H. Bethge fiir dessen Gruf-
ansprache im Namen der wissenschaftlichen Orga-
nisationen

den Konferenzteilnehmern, sich vom Tagungsprogramm
nicht daran hindern zu lassen, auch den Fellbacher
Wein gebiihrende Referenz zu erweisen, indem er
Euripidis zitierte: "Ohne den Segen des Weines
sind die Leidenschaften der Liebe und alle Arten
menschlicher Freuden dem Untergang geweiht". In
Anbetracht der tdglichen Nachrichten in der Tat
eine weinlose Welt!



E. Hochwald, 1. Biirgermeister von Fellbach, heif3t
die Teilnehmer im Namen seiner Stadt willkommen

Ankniipfend an die Thematik der Konferenz ging

der Biirgermeister auf die heute weitverbreitete
Technologiefeindlichkeit ein, stellte jedoch auch
fest, daB sich gerade junge Leute wieder verstdrkt
technisch-wissenschaftlichen Besch#ftigungen wid-
men. Dies sei notwendig, denn ohne technologische
Forschung und Entwicklung 1d8t sich unser Lebens-
standard nicht halten. Fortgesetzte technologische
Forschungen seien auch fiir Natur- und Umweltschutz
von entscheidender Bedeutung. Aufgabe der Politiker
sei es, den Fortschritt zu beobachten, damit er
sich nicht verselbstdndigt.

Ahnliche Gedanken duBerte der Ministerprisident

des Landes Baden-Wiirttemberg, Lothar Spdt, in sei-
ner GruBansprache. In recht ordentlichem Englisch
hieB er die Anwesenden auf baden-wiirttembergischem
Boden willkommen und wiirdigte mit Freude und Stolz
die Tatsache, daB mit der Wahl Stuttgarts als Ta-
gungsort gerade die hier geleistete Forschungs-

und Entwicklungsarbeit aufdem Gebiet der Kristall-
ziichtung und Materialwissenschaft Anerkennung ge-
funden habe. Nach diesen einfiihrenden Worten schal-
tete der Ministerprdsident von Englisch auf Deutsch,
indem er feststellte, daB seine Beziehung zur eng-
lischen Sprache die gleiche sei wie die zu seiner
Frau: "I love her but I have not yet fully mastered
her!"

Der ranghchste Reprdsentant Baden-Wiirttembergs
befaBte sich dann mit der Bedeutung seines Landes
als eines Staates der Forschung. In diesem rohstoff-
armen Land seien Forschung und Entwicklung schon
immer lebenswichtig gewesen. Nach den Hungersndten
Mitte des vergangenen Jahrhunders, die liber 300.000
Menschen zwangen, den Siidwesten Deutschlands zu
verlassen, seien es u.a. Minner wie Bosch, Daimler

oder Zeppelin gewesen, die technisches Wissen mit
Unternehmungsgeist gepaart und damit die Grund-
lagen flir Wirtschaftskraft und Wohlstand in Ba-
den-Wiirttemberg geschaffen hatten. Der Minister-
prdsident gab dann einen umfassenden (Oberblick
iiber die zahlreichen Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen seines Landes und ging auf die MaB-
nahmen ein, die die Landesregierung zur Fdrderung
von Forschung und Entwicklung ergriffen bzw. ein-
geleitet habe. Der Redner wies auf die Gemeinsam-
keiten zwischen Wissenschaftlern und Politikern

Ministerprdsident Lothar Spith bei seiner Gruf-
ansprache

hin: beide hingen ab von einer Vision ihrer Ziele
und beide leisteten Beitrdge zur Gestaltung der
Zukunft. Wegen ihrer weitreichenden Bedeutung fiir
die Zukunft der Gesellschaft miBten heute die Ziel-
richtungen von Forschung und Entwicklung in engst-
moglicher Koordination zwischen den Universitdten,
den Forschungseinrichtungen und den Politikern
festgelegt werden, denn weder die Wissenschaft

auf der einen, noch die Politik auf der anderen
Seite kinne allein die Verantwortung. dafiir tragen.
Vornehmliche Aufgabe des Staates sei es, fiir eine
fortschrittliche Infrastruktur fiir Forschung und
Entwicklung zu sorgen. Zum SchluB seiner Rede schlug
der Ministerprasident den Bogen zuriick zur Stutt-
garter Tagung, indem er die hier zusammengekomme-
nen Wissenschaftler auf die Bedeutung hinwies, die
ihre Arbeiten als Beitrag zu Themenkreisen wie z.B.
der Mikroelektronik und der optischen Kommunikation
fiir Wirtschaft und Gesellschaft hdtten.

Nach den Dankesworten von Herrn Rabenau an den
Ministerprdsidenten iibernahm der scheidende Pri-
sident der I0CG, Robert A. Laudise (Bell Labora-
tories), das Mikrophon und erdffnete den wissen-
schaftlichen Teil der Tagung mit seinem Obersichts-
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vortrag "Crystal Growth Progress and Needs for
Optical Communication". Wie der Redner ausfiihrte,
ist die Entwicklung und Optimierung von Materia-
lien fiir die optische Kommunikation bereits seit
einigen Jahren in vollem Gange. Der Vorteil die-
ser neuen Technologie ist die grofie iibertragungs-
breite. Obertragungsmedium ist die Glasfaser, die
heute einen hohen Entwicklungsstand aufweist. Fiir

die Lichtleitung in Glasfasern ist ein Wellenldn-
genbereich zwischen 0.8 und 1.5 um optimal. Da in

R.A. Laudise spricht in seiner Opening Lecture
liber die Materialaspekte der optischen Kommuni-
kation

diesem Bereich naturgemd auch die Wellenléngen
von LEDs, Lasern und Detektoren liegen miissen,
sind die III-V-Halbleiter wegen ihrer geeigneten
Bandabsténde die favorisierten Materialien. Bendtigt
werden in der Regel einkristalline III-V-Schich-
ten, die durch Gitterkonstantenanpassung auf Ein-
kristallsubstraten, meist GaAs und InP, abgeschie-
den werden. Uber die gdngigsten Verfahren zur Ein-
kristallziichtung von III-V-Substratmaterial und
die dabei auftretenden Probleme wurde berichtet.
Zur Abscheidung von Schichten haben sich eine Rei-
he von Epitaxieverfahren durchgesetzt, z.B. LPE,
MOCVD, MBE, deren Vor- und Nachteile gegeneinan-
der abgewogen wurden. Von Bedeutung fiir die Abschei-
dung von terndren und quaterndren III-V-Mischkri-
stallen sind Kenntnisse der entsprechenden Phasen-
diagramme ndtig, die heute z.T. noch liickenhaft
sind. Fiir eine optische Kommunikation bei Wellen-
1ingen L1,5/um sind Fasern auf SiOE-Basis nicht
mehr verwendbar. Es miissen daher andere geeignete
Materialien entwicielt werden. Der Redner schloB
mit einem Ausblick auf Moglichkeiten der optischen
Kommunikation unter Verwendung von Merialien mit
kleinem Bandabstand, wie z.B. Cadmium-Quecksilber-
Tellurid.
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Mit diesem Vortrag von R.A. Laudise als Keim be-
gann der Kristall mit Namen "ICCG-7" zu wachsen.

Er wuchs und verzweigte sich in 6 General Sessions
und 10 Symposien mit ihren Plenarvortridgen, ein-
geladenen und sonstigen Vortrigen sowie Poster-
beitrigen. Hier hatte der fleiBige und interes-
sierte Tagungsteilnehmer oft die Qual der Wahl und
wurde wihrend der gesamten Woche auf Trab gehalten.

Am Montag abend fand eine sehr ansprechende Film-
sitzung statt. Besondere Erwdhnung verdienen die
Postersitzungen, die sowohl fachlich wie auch in

der Aufmachung meist von guter bis sehr guter Qua-
1itdt waren. Da die Anwesenheitspflicht zu den

Vielfalt und Qualitdt:
Die Postersitzungen als Riickgrat der ICCG-7

vorgegebenen Zeiten von den Autoren ernst genom-
men wurde, waren die Postersitzungen stets sehr
gut besucht und von fruchtbarer Wechselwirkung
zwischen Autor und Publikum. Ein Highlight war
zweifellos das "stindige" Poster der Aachener
Kollegen R. Becker und H. Klapper. die vor Ort

Hier kann man die Kristalle wachsen sehen:

Eine gelungene Demonstration der Kristallziichtung
aus unterkiihlten Schmelzen durch die Aachener Kol-
legen



die Ziichtung von organischen Kristallen aus un-
terkiihlten Schmelzen demonstrierten und keinen
Mangel an Kundschaft hatten. Kurzberichte iiber
die einzelnen wissenschaftlichen Veranstaltungen
folgen im AnschluB an diese allgemeine Ubersicht.

Neben dem wissenschaftlichen Programm hatte der
Tagungshesucher Gelegenheit, sich im Rahmen einer

reichhaltigen kommerziellen Ausstellung u.a. iiber

Kristallziichtung als Unternehmensbasis:
Kommerzielle 3-Zoll-Kristalle von GGG (oben),
InP (unten 1.) und GaAs (unten r.)

Wesentlich fiir den kristallziichterischen Erfolg:
Geeignetes TiegeImaterial

Neuheiten hinsichtlich Reinstchemikalien, Kristal-
len, Kristallziichtungszubehtr und Fachliteratur

zu informieren. Auf sich aufmerksam machte auch
die DGKK, die Zweck und Ziele der Gesellschaft
anhand einer Informationstafel darstellte.

Zur Auflockerung, Entspannung und Fdarderung per-
sonlicher Gespriche und Kontakte hatten sich die
Organisatoren ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm einfallen lassen. Der enorme Zuspruch von

seiten der Tagungsteilnehmer zeigte, daB sie mit
ihrer Auswahl richtig lagen. Der Abend des Diens-
tags war einem Barockkonzert vorbehalten, das im

DGKK

GESELLSCHAFT FUR
KRISTALLWACHSTUM UND
KRISTALLZOCHTUNG

INFORMATIO

Werbung in eigener Sache:
Informationstafel der DGKK

Weifen Saal des- Neuen Schlosses in Stuttgart statt-
fand. Hier brachten vier Kiinstler in historischen
Kostiimen galante Musik aus hofischer Zeit von Tele-
mann, Haydn, Mozart, Couperin und Quantz. Beson-

IX'ONZERT

Galante Musik aus hofischer Zeit

in der Besetzung

Gottfried Urban Block= u. Querfliote
Bernt Seeger Oboe Saerito
Kalman Dobos Violoncello

Christa Hempel Klavier

dere Freude bereitete den zahlreichen Zuhdrern

der Flotist mit seiner meisterhaften Beherrschung
des Flautino, einer hellklingenden Kleinblockflote.
Starker Beifall war der AbschluB dieses gelunge-
nen Abends.

Um die 500 Tagungsteilnehmer machten sich auf,

um am folgenden Nachmittag bei der Schiffahrt auf
dem Neckar nach Marbach, dem Geburtsort Friedrich
Schillers, dabei zu sein. Gefdordert durch die rdum-
liche Enge des Schiffes entwickelte sich aufgrund
der hautnahen Kontakte sehr schnell eine lockere
und familidre Atmosphidre, die gleichermaBen auf
Hin- und Riickfahrt (jeweils 2,5 h) vorhielt. In
Marbach angekommen, wandelte die multinationale
Schiffsbesatzung eintrdchtig auf den Spuren Schil-
lers. Der Besichtigung seines Geburtshauses folgte
ein ausgiebiger Exklusivbesuch im Schillermuseum
mit Originalhandschriften und einer Fiille von Wis-
senswertem iiber Schiller und einige seiner Dichter-
zeitgenossen. Auf dem Riickweg zum Schiff forderte
die schwiile Witterung des Nachmittags ihren Tribut
und trieb die Tagungsteilnehmer scharenweise in
die Konditoreien und Eissalons. Und so kam es, daB
auch die Marbacher Kaffee-, Kuchen- und Eisgastro-
nomie ihren Anteil an der ICCG-7 abbekam.



Und alle, alle kamen sie...
Auf geht's zur Schiffsreise nach Marbach

Eng, aber gemiitlich:
Fast alle Mann an Bord

Nach dieser gelungenen Tagungsexkursion warf be-
reits der nidchste gesellschaftliche Hohepunkt seine
Schatten voraus. Am Donnerstagabend war Conference
Dinner Time im prall gefiillten Holder1in-Auditorium.
Bei ausgezeichnetem Essen in bekannt guter wiirttem-
bergischer Gastronomiemanier und unlimitierten Men-
gen an Wein lieB die gute Stimmung nicht lange auf
sich warten. Eine kleine Band sorgte fiir musikali-
sche Schmausuntermalung. Mit steigendem Sdttigungs-
gefiihl neigte sich die Aufmerksamkeit der Anwesen-
den immer stirker der Musik zu, bis ein mutiger Ta-
gungsteilnehmer (oder war es gar eine mutige Tagungs-
teilnehmerin?) festgestellt haben muBte, daB die ge-
botene Musik auch tanzbar war. Durch solche Resonanz
in Wissenschaftlerkreisen sichtbar iiberrascht, brach-
ten die Musikanten immer flottere Weisen, und in ech-
ter Kristallziichtermanier, wonach zum Wachsen eines
Kristalls immer erst ein Keim vorhanden sein muf3,

Das Geburtshaus Friedrich Schillers
in Marbach am Neckar

gesellten sich zu dem Keimbildungspaar auf der
selbstdefinierten Tanzfldche immer mehr hinzu,

bis der Damenvorrat im Saal erschopft war. "Ach",
seufzte ein einsamer Kristallziichter in der Nach-
barschaft des Berichterstatters, "gdbe es doch nur
mehr Kristallziichterinnen!" (der Berichterstatter
schldgt vor, dieses Problem auf der ICCG-8 im Rah-
men der Sitzung "Women for Crystal Growth" zu dis-
kutieren). Auf dem Hohepunkt der Stimmung wdlzte

Conterence Dinner mit musikalischer Untermalung:
Auch dieser Tanz ist wieder mit Musik

sich eine schier endlose Polonaiseschlange durch
den Saal, die dem Dinner zappelnd und singend ein
wirdiges Ende bereitete.

Noch immer entspannt vom Vorabend gingen die Ta-
gungsteilnehmer am Freitag in die letzte wissen-
schaftliche Runde. Bemerkenswert ihr Zuspruch zu

den friihen 8.30 h-Sitzungen und lobenswert ihre
Pridsenz bis Zum Programmende. In der AbschluBzere-
monie zog Herr Pilkuhn als einer der beiden Tagungs-
Chairmen ein Resiimee der ICCG-7 und faBte seine



GriBe ist micht unbedingt eine runktion der Korper-
ldnge;: Der AACG-Prdsident R. Feigelson zwischen den
Kristallziichterriesen H. Jacob (1.) und dem BACG-
Prasidenten K. Barraclough

personlichen Eindriicke zusammen. Danach befindet
sich die Kristallziichtung in einer schnellen Ent-
wicklung. Theoretiker melden sich verstarkt zu
Wort, Computersimulationen gewinnen an Verbreitung.
Neue Verfahren sind auf dem Vormarsch, speziell

die metallorganische Gasphasenabscheidung. Die
Arbeiten sind heute sehr anwendungsbezogen, ins-
besondere im Hinblick auf Mikroelektronik und op-
tische Kommunikation.

Ndchster Redner war Brian Cockayne, der die ver-
sammelten Kristallziichter zur ICCG-8 vom 14. bis
19. Juli 1986 nach York einlud. In der Woche vor
der Tagung wird eine Sommerschule stattfinden.
Anhand einiger Bilder vom Tagungsort, der tradi-
tionsreichen englischen Stadt, und dem Tagungs-
domizil in einer idy11ischén Parkanlage entwickel-
te sich bei manchem Zuschauer sicherlich bereits
Vorfreude auf die kommenden Ereignisse. Fiir ICCG-9
liegt ein Angebot der japanischen Kollegen vor,
das von der I0OCG befiirwortet wird.

Ein kurzes Resiimee der Tagung zog auch der schei-
dende I10CG-Prdsident R.A. Laudise, der zum SchluB
seiner Ausfiihrungen einen kleinen Exkurs in die Ge-
schichte unternahm. Er fiihrte aus, daB der Mensch
im Laufe seiner Entwicklung in der Steinzeit, dann
in der Bronzezeit, schlieBlich in der Eisenzeit ge-
lebt habe und heute zweifellos in der Siliziumzeit
lebe.

Das SchluBwort hatte der neue I0CG-Prdsident, Raymond
Kern, der u.a. nochmals den Organisatoren fiir die
gelungene Tagung und allen Sponsoren fiir ihre Unter-
stiitzung dankte. Sein Dank ging auch an die Adresse
der "Deutschen Kristallkunde- und Wachstumsgesell-
schaft", womit er allen Diskussionen um eine zu-
kiinftige Neubenennung der DGKK ein Ende bereitete.

An dieser Stelle Dank von Seiten der DGKK an die
Organisatoren der Tagung, allen voran den Herren
Rabenau, Pilkuhn und Benz, fiir die Miihen, die sie
sich mit der Organisation aufgeladen hatten. An-
erkennung fiir das auferordentlich gute Ergebnis
ihrer Bemiihungen. Sie und ihre Helfer diirfen die
ICCG-7 als groBen Erfolg verbuchen, dessen Strah-
len auch auf die gesamte bundesdeutsche Kristall-
ziichterschaft fallen.

Roland Diehl

Kurzberichte iiber die wissenschaft-
lichen Sitzungen

Im folgenden wird kurz und zusammenfassend iliber
die einzelnen Fachsitzungen der ICCG-7 berichtet.
Dabei wurden jeweils die fachspezifischen einge-
ladenen Vortrdge, Kurz- und Plenarvortrige sowie
Posterbeitrdge zusammengefaBt. Der Schriftfiihrer
bedankt sich sehr herzlich bei allen Kolleginnen
und Kollegen, die ihn bei der Berichtsarbeit un-
terstiitzt haben.

Zahlreiche Tagungsbeitridge werden in den Conference
Proceedings erscheinen, die demndchst als Sonderband
des Journal of Crystal Growth herausgegeben werden.

General Session GA

"Vapour Growth" und Poster 1.19 - 1.39
Berichterstatter: Roland Diehl, Freiburg

Die Sitzung umfaBte 7 Vortrdge und 18 Poster. Hin-
sichtlich der Materialien und auch der vorgestell-
ten Ziichtungsmethoden war die Thematik ziemlich
gemischt. J. Bloem (Nijmegen) ertffnete die Sit-
zung mit seinem eingeladenen Vortrag liber Sili-
zium-Gasphasenabscheidung in der Ndhe des ther-
modynamischen Gleichgewichts, speziell im System
Si/C1/H. In der Vergangenheit hat die Si-Epita-
xie bei Temperaturen um 1000°C auch in HeiBwand-
Reaktoren wegen der hohen Obersdttigungen zu Si-
Abscheidungen an den Reaktorwdnden gefiihrt. In

der Ndhe des Gleichgewichts hingegen 1dBt sich
die Bildung von Si-Keimen auf $i0, (Winde, Boot)
verhindern. Man erreicht Wachstumsraten fiir ein-
kristallines Si von 0.1 - 0.2;um/min mit guter
Oberfldchenqualitit. Der verfiigbare Spielraum fiir
die unabhdngigen Systemparameter ist naturgemdB
schmal. Die gleiche Nijmegener Arbeitsgruppe be-
richtete anhand von Postern iiber. dhnliche Ergeb-
nise im System Si/J/H, weiterhin iliber die chemi-
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sche Gasphasenabscheidung von Silizium durch pyro-
lytische Zersetzung von Sin im Temperaturhereicg
560 - 860°C. Temperatur und Wachstumsrate (3 10~
bis zlum/min) bestimmen, ob sich kristallines,
amorphes oder wasserstoffhaltiges amorphes Si ab-
scheidet. Ein weiterer Posterbeitrag befaBte sich
mit der Oberflachenmorphologie von Polysilizium-
schichten, die aus SinlH2 auf Si N, (900°C, 1 atm)
abgeschieden wurden.

In einem hochinteressantzen Vortrag gab D. Shaw
(Texas Instruments) einen Oberblick iiber Stand

und Perspektiven der Herstellung und Anwendung

von epitaktischen Multischichtstrukturen. MBE und
OMVPE haben vielfdltige Mﬁg]fchkeiten der Hetero-
epitaxie erdffnet, von denen zunehmend Gebrauch
gemacht wird. Fortschrittliche Multischichtstruk-
turen lassen sich in drei groBe Familien einteilen:

1.) Multimaterial-Compositstrukturen
- Metall-Halbleiter, z.B. Fe/GaAs
- Isolator-Halbleiter, z.B. 51/A120
ATN/GaAs
- Halbleiter-Metall-Halbleiter,
z.B. Si/C0512151
- Halbleiter-Isolator-Halbleiter,
z.B. Si/HgA1204/Si
2.) Eindimensionale Uberstrukturen (Superlattices)
- Zusammensetzungs-Oberstrukturen,
z.B. GaAs/A1As, HgTe/CdTe
- Dotierungs-Oberstrukturen, z.B. n-i-p-i
- Strained Layers,
z.B. GaAsxPl_x/GaAsyPl_y, Cr/Au

3;

3. Metastabile Strukturen, z.B. @ -Sn/CdTe

Bei den Superlattices lassen sich periodische
Strukturen herstellen, die zu neuen Materialien
mit einzigartigen Eigenschaften gefiihrt haben.
Beispielsweise kann bei HgTe/CdTe-Strukturen der
Bandabstand iiber die Schichtdicke und nicht iiber
den Molenbruch eingestellt werden. Mit Hilfe von
Strained Layers (Dicke 30 nm) wird die Gitter-
konstantenfehlanpassung elastisch kompensiert.
Mit Hilfe metastabiler Strukturen ist eine Pha-
senstabilisierung durch Epitaxie maglich. Weite-
re Beispiele, die besonders fiir die Infrarottech-
nik interessant sind, sind InSbl_xBileaAs und
Snl_xﬁexflnns. Letztere Struktur hat wahrschein-
lich eine sehr hohe Ladungstrdgerbeweglichkeit,
ist aber noch nicht realisiert worden. Die Viel-
zahl der heute herstellbaren Multischichtstruk-
turen wird enorme Riickwirkungen auf die Bauele-
mentetechnologie haben.

Mit der GaAs-Epitaxie nach dem AsC]a-Verfahren
beschdftigten sich R. Cadoret und J.L.Gentner

18

(Limeil-Brevannes) in einer mehr grundlegenden
Arbeit. Sie verglichen Wachstumsmechanismen in
den beiden Systemen A5C13/H2 und ASC13!He und
fanden 3 kinetische Regimes im Wasserstoff- und
ein kinetisches Regime im Helium-System. Die be-
obachteten Unterschiede in der Wachstumsrate
wurden durch unterschiedliches Absorptions-/De-
sorptionsverhalten von C1 und GaCl erklart.

In einer Reihe von Beitrdgen war der klassische
chemische Transport in evakuierten Ampullen die
Kristallziichtungsmethode der Wahl. L. Zanotti
(Parma) berichtete iiber den chemischen Transport
mit Jod von II-III3-“16-Verbindungen (II = Zn,
cd; III = Ga, In; VI = S, Se). Diese Verbindungs-
familie zeichnet sich durch eine groBe kristall-
strukturelle Vielfalt aus. In zahlreichen Ziich-
tungsversuchen wurden die verschiedenen Mischkri-
stallbereiche erarbeitet mit dem Ziel, interes-
sante physikalische Eigenschaften und neue Struk-
turvarianten zu finden

Die Ziichtung von Einkristallen von Seltenen Erd-Mo-
1ybddnsulfiden RE HossB in der GrofBe von einigen m
war Gegenstand des Beitrags von K. Fischer et al.
(Jiilich). Die Verbindungsfamilie zeichnet sich
durch eine Kombination von supraleitenden und mag-
netischen Eigenschaften aus. Durch Chlortransport
in gasdichten Molybddnampullen konnten bei Tempera-
tureg um 1550 bis 1650°C SmMo Sg-Kristalle bis zu

5 mm~ geziichtet werden. Durch Substitution von

Sm durch Dy oder Ho 1lieBen sich in Temperversuchen
die entsprechenden Verbindungen kristallisieren.

W. Palosz (Warschau) untersuchte den EinfluB bini-

rer Diffusionskoeffizienten und des Temperaturpro-
fils auf die kinetischen Parameter des Jodtrans-
ports von ZnS sowie den chemischen Transport von
InS/FeS-Mischkristallen unter Verwendung von JZ’
Ged, oder NH4CI als Transportmittel. Nadelige

Einkristalle der quasi-eindimensionalen supra-
leitenden Verbindungsfamilie Nb3xd (X =S, Sa,
Te) wurden von I. Nakada und Y. Ishikara (Tokyo)
durch Jodtransport bei Temperaturen um 1000°C
erhalten. Ebenfalls durch Jodtransport gelangen
C. Pelosi et al. (Parma) die Zichtung von Co-Cr-
Mischkristallen mit niedrigem Cr-Gehalt. Das Ma-
terial ist interessant fiir neuartige Magnetauf-

zeichnungssysteme.

W. Piekarczyk (Warschau) erarbeitete die Bedin-
gungen fiir einen erfolgreichen Transprot der Spinell-
phase MgFeED4 mit Clor. Durch Studium der chemi-
schen Thermodynamik des Systems konnte ein Para-
meterbereich gefunden werden, in welchem MgFeZO4
allein mit der Gasphase koexistent und Mq0 als
konkurrierende kondensierte Phase nicht ldnger

stabil ist.



Wie H. Berg (Frankfurt) zeigte, scheint es mit
Hilfe von Schwefel als Transportmittel moglich

zu sein, dicke Siliziumfilme bei gleichzeitiger
Thalliumdotierung fiir IR-Detektoren abzuscheiden.
Die T1-Dotierung fiihrt zu p-Leitung, jedoch ist
der Dotierungspegel noch zu gering.

A.S. Yue et al. (Los Angeles) stellten fest, daB
beim Kristallwachstum von CdTe aus der Gasphase
die Wachstumsrate auf der (111)-Fléche groBer als
auf der (111)-Fldche ist. Sie entwickelten ein
Modell, das diese Unterschiede erklart.

Zwei Beitrdge befassten sich mit der Kristallziich-

tung durch einen VLS-Mechanismus. I. Okonska- Kozlowska

et al. (Kattowitz) waren erfolgreich bei der Ziichtung
von 3 - 5 mm groBen Oktaedern von anGazx/BCrZSe4.

J. Lelatko et al. (Kattowitz) lieBen TiC-Whisker

aus Tic1gf0814!H2-Gasphasen auf Ni-Substraten wachsen.
Die flissige Phase auf den den Whiskerspitzen wurde
als eine Ni-Ti-C-Schmelze identifiziert.

6 Beitrdge beschdftigten sich mit der Einkristall-
ziichtung von Quecksilberhalogeniden. C. Barta (Prag)
berichtete in seinem eingeladenen Vortrag liber
Ziichtung, Eigenschaften und Anwendungen von Calomel
(ngclz}. Die besten Ziichtungsergebnisse erhdlt

man durch Sublimation in evakuierten Quarzampullen
bei Temperaturen zwischen 400 und 430°C und vorherr-
schenden Materialtransport durch Diffusion. Bei

den restlichen Beitrdgen ging es um die Sublima-
tionsziichtung von Hglz und den dabei auftreten-

den Reinheitsproblemen. Besonders stirend fiir die
Anwendung in Rontgen- und y*-Spektrometern sind
Kohlenwasserstoffe, die hdchstwahrscheinlich aus
dem Jod stammen. Eine Mdglichkeit, zu besseren
Ergebnissen zu kommen, ist der Umweg iiber die Her-
stellung hochreiner Cul-Kristalle, die dann als
Jodquelle dienen (M. Piechotka, J.T. Muheim und

E. Kaldis, Warschau/Ziirich).

General Session GB

"Flux Growth" und Poster 4.73 - 4,88
Berichterstatter: Wolfgang Tolksdorf, Hamburg

Als Schwerpunktthema der allgemeinen Vortragsrei-
he GB war die Ziichtung aus schmelzfliissiger Losung
(Flux Growth) gewdhlt worden. Barbara Wanklyn hielt
einen eingeladenen Vortrag. Sie konzentrierte sich
auf die Wahl und Optimierung der Schmelzzusammen-
setzung im Hinblick auf mdglichst wenige, aber
groBere Kristalle. Ihre reiche Erfahrung hat sie
ergdanzt unter anderem durch die Untersuchung der
Gruppe in Jena (e.g. D. Linzen et al., Crystal
Res. & Technol. 18 (1983) 165). Ihre Aussagen sind
sicherlich hilfreich bei der miihseligen Suche nach
geeigneten Schmelzzusammensetzungen fiir viele oxi-
dische Materialien.

Da die Autoren nicht zur Tagung kommen konnten,
wurde der Vortrag iiber Ziichtung mit einem wandern-
den Heizer (THM) mit Hilfe von Seebeck-Messungen
freundlicherweise von M. Schenk aus dem gleichen
Institut (Humboldt-Universitit Ber]in/DDR}'gehalten.

Erstmalig gelang es, Kristalle - wenn auch sehr
kleine - des supraleitenden Nb3Sn zu erhalten,
woriiber T. Inoue (Tohuko Univ. Sendai, Japan) be-
richtete.

Jiang Minhua (Shandong Univ., Jinan) machte den
beachtlichen Stand der Kristallziichtung in China

am Beispiel des Lasermaterials NdA1,(B0,), deutlich.
Von den 15 angemeldeten Postern wurden 7 leider
abgesagt (5 aus USSR, 2 aus China), darunter zwei
vielversprechende Granatthemen, die sehr gut zu

den beiden prdsentierten (Klages et al. und Hibiya)
gepaBt hdtten. Mit Ausnahme einer Darstellung iiber
Kristalle des Typs CugPS Hal (Hal = C1, Br, 1)
befaBten sich alle Poster mit oxidischen Materia-
lien ohne einen erkennbaren Schwerpunkt.

General Session GC
"Epitaxy" und Poster 1.67-1.84
Berichterstatter: Herbert Krdutle, Aachen

In der General Session GC wurde das Fachgebiet
Epitaxie weitrdumig behandelt, wobei Vortrige iiber
die Theorie des Epitaxiewachstums, experimentelle
Ergebnisse iiber Heteroepitaxien bis zum Kristall-
wachstum, zum Zuge kamen.

Interessant war die Untersuchung der Festphasen-
reaktion zwischen Mg0-Substrat und darauf abge-
schiedenem Tio2 zu Spinell-Filmen. Die Interdiffusion
und die diffundierenden Spezies wurden durch Marker-
experimente verfolgt. Die kristalline Qualitit

wurde mit TEM untersucht.

An Stelle des angekiindigten Vortrages iiber Fliissig-
phasen-Elektroepitaxie folgten zwei Beitrige aus
dem Late News Programm.

In einem theoretischen Vortrag wurde das Wachstum
von Heteroepitaxien untersucht. Mit Hilfe von an-
harmonischen Potentialansdtzen wurde der mdgliche
Bereich fiir epitaktisches Wachstum - insbesondere
die Abhidngigkeit von Dehnung bzw. Stauchung des
Gitters, hervorgerufen durch Gitterfehlanpassung -
aufgezeigt.

Auf dem Gebiet der Kristallziichtung war interessant
zu horen, daB der Kohlenstoffgehalt beim LEC-Ver-
fahren in GaAs-Kristallen durch Zugabe von H20 wirk-
sam reduziert werden konnte. Dadurch konnten Kri-
stalle mit geringer Hintergrunddotierung hergestellt
werden.

Ein Beitrag iiber Heteroepitaxie von Ge auf GaAs
mittels CVD zeigte, daB die Ausdiffusion von Ga
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und As in die Epitaxieschicht durch Erniedrigung
der Epitaxiewachstumstemperaturen merklich redu-
ziert werden konnte. Ein schneller Photoleiter
aus diesen Schichten, hergestellt fiir den lang-
welligen Bereich bis 1_7/um, wurde vorgestellt.

Als weiteres Material fiir Photodetektoren im lang-
welligen Bereich eignet sich GaAl(As)Sb. Diese
Schichten wurden mit Hilfe der Fliissigphasenepi-
taxie abgeschieden. Dabei wurden die Abscheide-
bedingungen und der As-Einfluf detailliert dis-
kutiert.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB die General Ses-
sion GC mit ihren bunt gemischten Vortrdgen inter-
essante Einblicke in die Vielfalt der Anwendungs-
gebiete und Epitaxiemtglichkeiten bot.

General Session GD

"Miscellaneous" und Posters 5.64 - 5,79
Berichterstatter: Franz Wallrafen, Bonn

Herausragende Vortrige dieser Session waren die
Darbietungen von J.M. Welter (Jiilich) iiber "y -Ray
Diffractometry Controlled Crystal Growth", eine

am Stober-Verfahren dargestellte neue Methode,

und der Beitrag von D. Mateika (Hamburg) iiber
"Czochralski Growth by a Modified Skull Melting
Technique". Hierbei wurde erstmals mit einer zu-
sdtzlichen HF-Heizung am Boden (mit Ir-Ring) ge-
arbeitet, so daB in naher Zukunft das Czochralski-
Verfahren in Verbindung mit dem Skull-Melting groBe
Bedeutung erlangen konnte.

Die Poster dieser Session waren ein "Mixtum Compo-
situm" verschiedener Arbeitsgebiete. Bemerkenswert
war das Fehlen vieler Poster! Einige Poster hdtten
wegen ihrer Thematik besser in die Poster Session 2/
Symposium SY 7 (Organic Crystals) gepaBt. Dies be-
traf gerade die Beitrdge einiger deutscher Kollegen,
die sich mit der Ziichtung und den physikalischen
Eigenschaften verschiedener metallorganischer Ver-
bindungen beschidftigt haben. Die Griinde fiir die
vorgenommene Einteilung blieben unklar.

In den Postern 5.71-5.73 wurden eine Reihe neuer

Molekiileinkristalle wie £-L1C4H505' C4H605, N{HC2€00H)3
[H,NTA], X,Zr(NTA),+ 2H,0 (X=Rb, Cs, T1) und LiHC,0,* H,0
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mit kompletten Datensdtzen der elastischen, thermo-

elastischen, dielektrischen, elektrooptischen und
piezoelektrischen Koeffizienten dargestellt, ein
weseni1icher Beitrag zu neuen nicht-linear opti-
schen Materialien.

Beeindruckend war ferner die Prdsentation groBer Flu-
or-Phlogopit-Einkristalle der Griofe 15x140x200 mm,
die in einem groBtechnischen, mikroprozessorgesteu-
erten ProzeB aus der Schmelze geziichtet wurden.
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General Session GE

"Melt Growth",

Plenary Session PL4 und 6

und Poster 5.25 - 5.63

Berichterstatter: Christa Grabmaier, Miinchen

Arbeiten iiber neue Ziichtungsmethoden

In einem Plenarvortrag berichtete V.V. Osiko iiber
tiegelfreie Methoden zur Kristallziichtung aus Schmel-
zen - Skull Melting, Floating Zone und Verneuilver-
fahren. Damit kidnnen hochschmelzende Oxide (1500 -
2000°C und dariiber) einkristallin hergestellt werden.
Die Floating Zone-Methode eignet sich dabei auch

fiir inkongruent schmelzende Materialien.

S. Kimura sprach anschlieBend in einem eingelade-

nen Vortrag liber die Ziichtung von Seltenerdaranaten
durch die Floating Zone-Technik. Die Brauchbarkeit
dieser Methode wurde vor allem an inkongruent schmel-
zenden Granaten (YIG) aufgezeiagt.

D. Mateika berichtete liber eine modifizierte Skull
Melting-Technik. Durch Einbringen eines Containers
in die Schmelze konnen die Stromungsverhdltnisse
in der Schmelze stabilisiert werden, und die Kri-
stallziichtung am Keim nach Czochralski kann unter
dhnlichen Bedingungen durchgefiihrt werden, wie die
normale Schmelzziichtung aus dem beheizten Tiegel.
Es konnten NGG-Kristalle bis 55 mm Durchmesser

und 190 mm L3nge gezogen werden.

Ziichtung groBer Kristalle hoher Perfektion

Zu welcher Perfektion Kristallziichtung betrieben
werden kann, wenn eine kommerziell nutzbare An-
wendung vorhanden ist, zeigte der Plenarvortrag
von W. Zulehner iiber die Czochralski-Ziichtung von
Silizium. R.F. Belt schilderte in eindrucksvoller
Weise die Ziichtung von Granat-Kristallen (Nd:YAG)
fiir Laser, die nunmehr bis zu einen Durchmesser
von 50 mm und einer Ldnge von 110 mm spannungs-
frei hergestellt werden kdnnen.

Ziichtungsaktivitdten der Chinesen

- el om mimiam W om mw e =

Seit etwa 6 Jahren treten immer Gfter Chinesen
mit Arbeiten auf dem Gebiet der Kristallziichtung
in die Uffentlichkeit. Wurden anfdnglich nur sol-
che Kristalle gezeigt, die auch die librige Welt
in ausreichender GriBe herstellen konnte, werden
nunmehr auch solche als kompliziert geltende Ver-
bindungen einkristallin in hoher Kristallperfek-
tion hergestellt (GaAs:Si; InP; LiTay Nbl_y 043
LiYF,).

Postersession zur Schmelzziichtung

Ausreichende Perfektion fiir optische Anwendungen
von LiNb0, und LiTad, war Gegenstand mehrerer
Poster. Gleiches gilt fiir das GGG-Wachstum und
fiir Kristalle mit Seltenen-Erd-Bestandteilen bzw.
-Dotierungen.
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Film-Session
Berichterstatter: Erich Schonherr, Stuttgart

Das Tagungsprogramm wurde durch zehn Filme erginzt.
Hiervon wurden finf in einer Abendsitzung (Film-Ses-
sion) vorgefiihrt. Die anderen Filme wurden wihrend
der ibrigen Vortragssitzungen gezeigt. Bis auf

die beiden vertonten Filme von Ch. Kirber et al.

und E. Schonherr/E. Winckler bendtigten alle Filme
einen Kommentator. Inhaltlich lagen die Schwerpunkte

auf Oberfldchenverdnderungen infolge von Wachstum
oder Abtragung, auf Visualisierung von Stramungen
und auf Formanderungen wihrend des Wachstums. Hier-
bei wurde allgemein die morphologische Anderung

zur Demonstration eines Roughening-Ubergangs her-
angezogen. Die filmtechnische Darstellung lieB

bei den meisten Darbietungen einige Wiinsche offen.

I. Filme der Film-Session

Der Filmabend wurde mit einem Beitrag (leider nur
auf Videoband!) von W.J.P. van Enckevort iiber das
Wachstum und Atzen von Kristallen aus der Ldsung
(Kaliumhydrogenphthalat) und aus der Gasphase
(Naphthalen) erdffnet. Mit einem modifizierten
Auflichtmikroskop konnten noch 2,8 nm hohe Stufen
beobachtet werden. Die Entwicklung von spiralfor-

migen Stufenmustern, die Wechselwirkung von Stu-
fensystemen verschiedener Quellen, die Stufenbiin-
delung und der EinschluB des Lésungsmittels stan-
den im Vordergrund. Weiter wurde im LOsungsmittel
Toluen an Naphthalen-Kristallen der Wechsel von
Schichtenwachstum zum rauhen Wachstum gezeigt.
AuBerdem konnte beim Dendritenwachstum (Ag elek-
trolytisch, NH4C1 aus widBriger Ldsung) der Kon-
zentrationsverlauf an der Phasengrenze mit einer
modifizierten Transmissionstechnik sichtbar ge-
macht werden.

Mit einer bemerkenswerten Technik filmte

K. Tsukamoto im Durchlicht die Kristallisation

von Silikaten (Caﬂ1251208. CaH951206] aus eutek-
tischen Schmelzen. Eine kleine geheizte Draht-
schleife spannte die Schmelze schichtfdrmig auf.
Zur Kristallisation wurde ein diinnes Thermoelement
in die Haut getaucht. Auch bei diesem Film lag

die Betonung auf der Bewegung von Stufen, auf der
Wechselwirkung einzelner Stufen und auf der For-
manderung von Stufen (Roughening).

Es folgte ein Film von T. Ohachi. Der Roughening-
Ubergang wurde mit einem ci-AgZS-Krista11 demon-
striert, der aus der Gasphase {Sx] in Verbindung
mit einer Festkorperreaktion {Ag/Ag2+yS} geziichtet
wurde. Der Wechsel einzelner, kristallographischer
Fldchen zur gekriinmten Phasengrenze wurde in Ab-
hdngigkeit von der Temperatur vorgefiihrt.

K. Wollhtfer zeigte einen Film von Ch. Kdrber et
al. iiber die Eisbildung in einer wdBrigen NaMn0,-
Losung. Mit einem Transmissionsmikroskop wurde
eine Vielzahl von dendritischen Entartungen beob-
achtet.

Zum AbschluB der Sitzung berichtete J.L. Weyher
(1eider nur mittels Video-Band!) Uber die Bildung
von Hiigeln, die durch Gasblasen wahrend des che-
mischen Atzen auf einer GaAs-Oberflache verursacht
wurden. Verbliiffend war die Mannigfaltigkeit der
Formen.

I1. Sonstige Filme

M.R. Leys veranschaulichte mit Tiaz-Schwebetei1-
chen den Stromungsverlauf in verschiedenen, hori-
zontalen Epitaxiereaktoren. Die Form des Stauraumes
(Boundary Layer) liber dem Substrat war stark von
der Reaktorgeometrie, von der Temperaturverteilung
und vom Gasdruck abhdngig.

Numerisch gewonnene Stromungsmuster, d.h. sich
periodisch bewegende Wirbel, wurden fiir bestimmte
Rechteckgeometrien im horizontalen Bridgmansystem
und fiir kritische Grashofzahlen von M.J. Crochet
gezeigt.

Ober den Film von M. Mihelcic et al. wurde bereits
im Mitteilungsblatt 35 (April 82) von Herrn Prof.
Wenzl berichtet. Der Film zeigte eindrucksvoll
verschiedene, numerisch bestimmte Stromungsmuster
von einem Czochralski-System.

S.G. Lipson prdsentierte die Entwicklung verschie-
dener Morphologien von He-Kristallen mit Anzeichen
eines Roughening-Ubergangs.

E. Schinherr zeigte einen vertonten Farbfilm iiber
das Abdampfen von GeS-Spaltfldchen. Die von der
Temperatur abhdngigen Stufenmuster (rhombische,
sechseckige, ovale und rechteckige Formen) wur-
den durch zusdtzliche Standbilder erkldrt. Die
Abdampfung fand sowohl an Versetzungen wie auch
an Leerstellenkondensaten statt. Bemerkenswert
war die Bildung von dendritischen Abdampfmustern
wihrend der instationdren Verdampfung. Eingewach-
sene Verunreinigungen (Ausscheidungen) beeinfluB-
ten die Stufenausbreitung umso deutlicher, je stir-
ker die Oberfldche von der idealen Spaltfliche
abwich. Ein Kugelmodell und eine Trickbildaufnah-
me veranschaulichten den Zusammenhang zwischen
Abdampfmustern und der Kristallstruktur.

Poster 1.41 - 1,57 iiber "Solution Growth" und
Poster 1.63 - 1.66 iiber "Hydrothermal Growth"
Berichterstatter: Yann-Florent Nicolau, Grenoble

Einige Grundlagenunteruchungen widmeten sich der
auBerordentlich wichtigen Rolle der Struktur der
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Losung im KritallwachstumsprozeB. Rintgen- und
Neutronenbeugung haben bereits einige Struktur
in konzentrierten Ldsungen mit Wasser oder ande-
ren hochpolaren Ldsungsmitteln deutlich gemacht.
Um den EinfluB der Losungsstruktur auf die Kri-
stallwachstumskinetik, Kristallmorphologie und
-perfektion zu untersuchen, wurden das scheinba-
re partielle molare Volumen des Geldsten, Dichte,

Viskositdt, Brechungsindex, osmotischer Druck,
isotherme Verdampfungsrate und Oberflachenspan-

nung der L¢sung, die molare Polarisierbarkeit des
Geldsten und die durch NMR in Resonanz gebrachte

Protonenzah1 im geldsten Stoff als Funktion der
Konzentration des Geldsten, der Temperatur und

des pH-Wertes studiert. B. Wojciechowski et al.
haben gefunden, daB iiberdttigte Ldsungen von Kaljum-

Aluminium-Alaun keine homogenen Fliissigkeiten sind,
da sie Doppelbrechung aufgrund von "Makroinhomoge-
nitdten" mit unterschiedlichem Brechungsindex zei-
gen. Unter solchen Umsténden hdngt das Kristall-
wachstum aus Ldsungen nicht mehr von der Diffu-
sion von Ionen oder Molekeln sondern von der Diffu-
sion komplizierter Cluster ab.

Im Gegensatz dazu 1d3t die Arbeit von T. Ogawa
ilber die Kristallisation von Seignettesalz ver-
muten, daB die diffundierenden Einheiten Monome-
re (dhnlich den Kristallbausteinen) sind.

Ahnliche Fragestellungen behandelte Y.F. Nicolau,
der Thermodynamik und Kinetik im komplizierteren
Fall des Kristallwachstums aus Losungen mit 1ds-
1ichen_Kump?exen analysierte. Mit organischen Sul-
fiden als Liganden sind im Temperaturbereich 70

- 110°C Kristalle von Zink-, Cadmium- und Queck-
silbersulfid unter Atmoparendruck geziichtet worden.
Auch die von L. Utsi et al. aus kochender HN03-L6~
sung durchgefiihrte Ziichtung von Te0,-Kristallen
konnte durch die Bildung 16sTlicher Komplexe aus
Te{J2 und HNCI3 erklart werden.

A. Cro11 und R. Nitsche ziichteten erfolgreich Ein-
kristalle von Kalium-Aluminiumalaun und von KDP

aus waBriger Losung, wobei sie die Travelling-Heater-
Methode mit Strahlungsbeheizung, durch elliptische
Spiegel fokussiert, anwandten. Der Hauptvorteil
dieser Technik ist die Ziichtung von Kristallen

mit vorgegebenem Durchmesser entlang einer gewiinsch-
ten Wachstumsrichtung, was durch eine geeignete
orientierte Keimplatte erreicht wird. Nachteilig
kénnten interne Spannungen als Folge des thermi-
schen Flusses durch den Kristall und der Haftung

an der GefaBwand sein.

Einkristalle von'l~A]PO4 von verbesserter opti-
scher Qualitdt mit weniger Einschliissen und ver-
minderter Versetzungsdichte wurden von Xu Bin Han

und J.Y.Zhougsen durch Hydrothermalsynthese aus

H,P0,-LBsungen erhalten (Arbeit nur als Abstract
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verfiighar). Ziichtungsbedingungen waren Temperatu-
ren im Bereich 150 - 200°C und Driicke um 10 atm,
wobei einerseits mit beschleunigter Rotation des
Autoklaven, andererseits mit einem rotierenden
Keimhalter gearbeitet wurde.

Symposium SY 1

"Molecular Mechanisms im Nucleation

and Crystal Growth", Plenary Session PL3,
Poster 2.01 - 2.39, Late News GD/4

und Poster "Mass Crystallization"
Berichterstatter: Rolf Lacmann, Braunschweig

Ein erfreulich groBer Anteil der ICCG-7 betraf
die Grundlagen des Kristallwachstums, die ja in
Deutschland durch die Arbeiten von M. Volmer,
I.N. Stranski und W. Kossel vor mehr als 50 Jah-
ren ihre Wiege haben. So wurde auch das Sympo-
sium 1 dem Gedenken an I.N. Stranski gewidmet.
Diese Arbeiten iiber die Grundlagen fanden ihren
Niederschlag nicht nur in dem SY 1 sondern auch
im SY 2 (Interface and Surface Structures), dem
Plenarvortrag von B. Mutaftschiev sowie in den
Late News und einigen Filmen.

Beim SY 1 wurde in 4 Vortrigen, 6 Kurzvortrigen
sowie ca. 28 Postern liber die Fortschritte auf
dem Gebiet der molekularen Mechanismen des Kri-
stallwachstums und der Keimbildung berichtet.

Einen wesentlichen Beitrag zu den miiglichen Wachs-
tumsmechanismen von singuldren Flichen brachte
Strunk u.a. mit elektronenmikroskopischen Beob-
achtungen an Flichen mit Versetzungen, deren Bur-
gers Vektoren parallel zur Oberfliche liegen und
als Quelle von Stufen wirken konnen. Mutaftschiev
brachte in seinem Plenarvortrag einige ausgewdhlte
Beispiele iiber Wachstumsmechanismen, die in der
letzten Zeit aufgeklidrt worden sind.

In dem Obersichtsvortrag von Kashchiev iiber Keim-
bildung wurde von der Master-Gleichung, die die
Keimkonzentration im Gleichgewicht, die Oberfli-
che der Keime, die StoBzahl und den Zeldorich (Un-
gleichgewichts)-Faktor enthilt, ausgegangen und
einige Beispiele behandelt sowie die Zejtabhin-
gigkeit der Keimbildung beriicksichtigt. E. Meyer
versuchte die Frage: "Ist Keimbildung ein isother-
mer oder ein adiabatischer Vorgang?" zu beantwor-
ten. Fiir eine adiabatische Keimbildung erhilt er
eine einheitliche Beziehung, in der die maxima-

Te Unterkiihlbarkeit nur von der Schmelzenthalpie,
Cp und der Zahl der Atome pro Molekiil der festen
Phase abhdngt. In einem anderen Beitrag zur Keim-
bildung wurde die heterogene Keimbildung an aus-
gezeichneten Punkten untersucht (Milchev u.a.).

Die beobachteten Losungsformen von Ga-YIG-Einkri-
stallkugeln (Hartmann) entsprechen den allgemein
beobachteten Wachstumsformen von Granaten und las-



sen sich widerspruchsfrei interpretieren. Ein Po-
ster von Sangwal u.a. beschrieb das Atzen und des-
sen Geschwindigkeit von NaCl in Ldsungen, insbe-
sondere auch die Verlangsamung durch Fremdstoffe.

Ein Schwerpunkt beziiglich der untersuchten Sub-
stanzen war das Eis, das ebenso wie bei anderen
physikalischen Eigenschaften oder Voradngen auch
beim Kristallwachstum eine besondere Rolle spielt.
Die von der Temperatur, der Obersdttigung und dem
Diffusionskoeffizienten abhdngigen Wachstumsfor-
men und Wachstumsmechanismen (Kuroda), Untersu-
chungen an negativen Kristallen (Furukawa), das
Entstehen von zweidimensionalen Keimen mit kubi-
scher Struktur (Takahashi), ‘experimentelle Unter-
suchungen iiber die Wachstumsgeschwindigkeit in
Abhidngigkeit von der Temperatur, der Obersitti-
gung, der Fldchenart und dem Substrat (Beckmann
u.a.) sowie Fragen der morphologischen Stabili-
tdt (Irisawa) spielten hier eine Rolle.

3 Beitrdge beschidftigten sich mit den Vorgingen
an NaCl- bzw. KC1 (100)-Fldchen, die mit der Deko-
rationsmethode untersucht wurden. Keller berich-
tete iiber die wiederholte zweidimensionale Keim-
bildung, die - wohl infolge von Versetzungen mit
Burgers-Vektoren - parallel zur Oberfldche zur
Bildung von Wachstumspyramiden fiihren. H.J. Meyer
u.a. berichteten iiber die Dynamik der Wachstums-
spiralen und erhielt neben den Verschiebungsge-
schwindigkeiten auch quantitative Ergebnisse fiir
die mittlere Diffusionsldnge, Randspannungen usw.
Van der Eerden u.a. untersuchten mit dieser Me-
thode die Anisotropie von zweidimensionalen Ag-
gregaten mit Oberkeim-GridBe.

Durch Untersuchungen von Bakardiev iiber die Kri-
stallisation von K,S0, (Wachstumsgeschwindigkeit
in Abhdngigkeit von der Kristallform, der Ubersét-
tigung, der Bewegung des Kristalls in der Ldsung
und der Temperatur) riicken die Bereiche, in de-
nen liber die Massenkristallisation, die Einkri-
stallziichtung und die Grundlagen gearbeitet wird,
ndher aneinander. Dieses trifft auch zu fiir die
Berechnungen von Wollhdver u.a., die den gekop-
pelten Wdarme- und Stofftransport fiir das Wachsen
an stabilen Phasengrenzen aus Salzldsungen behan-
deln.

In 5 Postern wurde iiber die Fremdstoffbeeinflus-
sung des Kristallwachstums berichtet. Diese Bei-
trdge kamen aus Delft (G.M. van Rosmalen u.a.),
Sofia (Bliznakov u.a.) und Belgrad (Zicic u.a.)
und zeigten einerseits interessante Ergebnisse,

andererseits auch, wie weit man von einem wirk-
lichen Verstdndnis auf diesem komplexen Gebiet
noch entfernt ist.

Eine interessante Interpretation der Wachstums-
streifen, z.B. in den natiirlich gewachsenen Pla-
gioklasen, wird von Caroli u.a. nicht auf die
Schwankungen von duBeren Parametern sondern auf
einen dynamischen Vorgang des Wachstumsmechanis-
mus zuriickgefiihrt. Sicher ist auch die Benutzung
der Radio- Tracer-Methode zur Untersuchung des
Transportes und des Austausches an der Phasen-
grenze (Binsma u.a.) zur Aufkldrung von Wachstums-
mechanismen niitzlich. An zwei Beispielen wurde
die Relaxationsmethode zur Bestimmung der Wachs-
tumsgeschwindigkeiten von Schdnherr u.a. sowie
Lauck u.a. demonstriert. Den Wachstumsmechanis-
mus und die Wachstumsgeschwindigkeit von B-AgES-
Whiskern beschreibt 5. Kasukabe mit einem Wider-
standsnetzwerk. Mischgofsky hat Einzelvorginge,
namlich das gleichzeitige Wachsen des einen und
Auflosen eines anderen Kristalls, das mdglicher-
weise bei der Ostwald-Reifung eine Rolle spielt,
beobachtet.

Natiirlich fehlten auch nicht Arbeiten iiber die
Kristallmorphologie, Computer-Simulationen sowie
andere mathematische Methoden. Ein interessantes
Gebiet erdffnet sich beziiglich der Morphologie

von Kristallen durch die flissigen Kristalle, wo
genau die Kristallfldchen beobachtet wurden, die
man auch bei "festen" Kritallen mit kubisch-raum-
zentrierten Gittern erwartet (Blimel u.a.).

Alle im Programm angekiindigten Vortrige des Sym-
posiums wurden gehalten. Demgegeniiber fehlten 10
Poster (insbesondere praktisch alle aus Indien
sowie eine Reihe aus der UdSSR).

Aus dem Bereich der Massenkritallisation wurde

nur der Beitrag von Offermann u.a. iiber den Ver-
gleich der Wachstumsgeschwindigkeiten von Kristal-
len, die durch Keimbildung und solche, die durch
Zerbrechen von Kristallen oder sekundire Keimbil-
dung entstanden sind, prisentiert. Dies ist eine
Problemstellung, der sicher in Zukunft mehr Beach-
tung geschenkt werden sollte. Die anderen 4 ange-
kiindigten Beitrdge aus der CSSR, Polen und der
UdSSR fehlten leider. Es ist zu hoffen, daB bei
zukiinftigen Tagungen der I0CG und auch der DGKK
mehr Beitrdge aus diesem Bereich stammen.

Symoosium SY 2

"Interface und Surface Structures"
Plenarsitzung PL 2 und Poster 4.01 - 4.24
Berichterstatter: Heiner Miiller-Krumbhaar, Jiilich

Das Symposium befaBte sich mit theoretischen und
experimentellen Untersuchungen zu vier groBen Kom-
plexen:
- "Morphologie" und "Defektstrukturen", mit
4 Vortrdgen und 9 Postern
"Mikroskopische Eigenschaften" von Oberfli-
chen, mit 1 Vortrag und 8 Postern



- "Aufrauhungsiibergang" mit 2 Vortrégen und
3 Postern

- "Schichtungsphdnomene" an Grenzflichen, mit
2 Vortrdgen und 5 Postern.

Im Vordergrund standen dabei naturgemdl eher die
Phdnomene und die Methoden als die Materialien,

die - wie etwa Helium oder Succinonitril - besonders

saubere Messungen erlauben.

Besonderen Eindruck hinterlieBen auf mich aus dem
Bereich "Aufrauhung" die Holographie-Experimente
von 5.G. Lipson an Heliumkristallen, aus dem Be-

reich "Morphologie" die Verstédrkung der dendritischen

Instabilitdt durch Verunreinigungen (M. Glicksman
et al.), aus dem Bereich “Sch?chtungsph&nomene"__
die Beobachtung einer lichtstreuenden Grenzschicht
vor der Oberfldche eines wachsenden Molekiil-Kri-
stalls (J. Bilgram), aus dem Bereich "mikrosko-
pische Eigenschaften" die offensichtliche Facet-
tierung von (100)-Fldchen an Kristallen mit Zink-
blende-Struktur (L. 6illing et al.). Es fiel mir
weiterhin auf, daB die Theorie der Kossel-Strans-
ki-Modelle im wesentlichen abgeschlossen zu sein
scheint, daB atomistische Modelle dagegen noch
kaum zu handhaben sind. Ein Schwerpunkt der Theo-
rie liegt daher gegenwdrtig auf den makroskopi-
schen phénomenologischen Modellen, wobei insbe-
sondere numerische hydrodynamische Untersuchun-
gen an Bedeutung gewonnen haben. Ein experimen-
teller Durchbruch andererseits wurde erzielt in
der mikroskopischen Oberfldchenuntersuchung durch
die Entwicklung der "Scanning-Tunneling-Microscopy"
durch G. Binnig und H. Rohrer (Plenarvortrag, H.

Rohrer). Zum ersten Mal ist es damit moglich, die
atomistische Struktur von Kristall-Oberflichen
"direkt" sichtbar zu machen.

Symposium SY 3
"Crystalline Photovoltaic Materials",

Plenary Session PL 5
und Poster 4.25 - 4.33
Berichterstatter: Cord Gessert, Burghausen

Die verstirkten weltweiten Bemiihungen der letzten
10 Jahre, regenerative Energiequellen zu erschlie-
Ben, haben besonders die Kristallziichtung fiir die
Photovoltaik befliigelt, so daB auf der ICCG-7 ein
eigenes Symposium diesen Themenkreis behandelte.
Entscheidend fiir die Materialauswahl ist zundchst
die Intensitatskurve des Sonnespektrums und’der
dazu passende Bandabstand des kristallinen Mate-
rials, da Photonen nur dann im Kristall Elektro-
nen-Loch-Paare generieren kinnen, wenn ihre Energie
groBer als der Bandabstand ist. Der optimale Band-
abstand fiir Material der Photovoltaik liegt etwa
bei 1,5 eV.
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In den letzten Jahren konzentrierte sich deshalb
die Forschung und Entwicklung darauf, geeignete
Kristallwachstumstechniken fiir halbleitende Ma-
terialien mit Bandabstdnden zwischen 1 und 2 eV

zu entwickeln. Besonders mit Hilfe der Fliissig-
phasenepitaxie von terndren und quaterndren
111-V-Halbleiterschichten (Beitrag PL5) 133t sich
der Bandabstand der photoempfindlichen Schicht

so genau abstimmen (vql. Bild 1), daB Wirkungs-
grade liber 20% zu erwarten sind. Selbst von exoti-
schen Spezies wie z.B. Zn3P2 (Beitrag SY3/9) mit
einem Bandabstand von 1,42 eV und z.B. WSe, (Bei-
trag 4.28) oder den Chalkopyriten wie z.B. CuGaTe,,
EuInTe2 (Beitrag SY3/4) und CuInSez{Beitrag 4.30)
fir extraterrestrische Anwendungen wurden
Einkristalle fiir die Photovoltaik hergestellt.
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Bild 1:
Bandabstinde einiger Verbindungshalbleiter

So interessant diese teilweise noch akademischen

Beispiele fir grundlegende Untersuchungen auch

erscheinen mogen, als geeignete Materialien und

geeignete Kristallwachstumsverfahren fiir die ter-

restrische Photovoltaik werden sich letztlich nur

die durchsetzen, die folgende Kriterien erfiillen:

- Hohe Verfiigbarkeit der Ausgangsstoffe

- Niedrige Reinigungskosten der Ausgangsstoffe
zu Solarqualitat

- Hohe Kristallperfektion bei hohem Durchsatz
in der Kristallisationssphase

- Minimale Anforderungen an das Bedienungsper-
sonal durch automatische Kristallwachstums-
verfahren

- Geringer Materialverlust bei der Umarbeitung
zu planaren Kristalloberfldchen

- Hoher Wirkungsgrad (>10%) der Solarzellen
aus diesen Kristallplatten oder -schichten

Deshalb nahmen Beschreibungen von Technologien
zur flichigen Kristallisation von Silizium (Band-
abstand 1,14 eV) in diesem Symposium einen brei-
ten Raum ein.

Als erstes wurde das WEB-Verfahren (vgl. Bild 2),
bei dem eine Siliziumschmelzhaut zwischen zwei
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Dendriten 3 - 6 mm oberhalb des Schmelzenspiegels
in einer Breite bis zu 50 mm mit einer Dicke von
0,15 mm erstarrt (Beitrag S5Y3/1), vorgestellt.
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Bild 2:

Prinzip des WEB-Verfahrens nach /1/

Beim ESP-Verfahren (Edge Supported Pulling, Beitrag

SY3/5) kristallisiert diese Schmelzhaut grobkristal-

lin zwischen zwei Graphit- oder Quarzstdben wéh-
rend beim S-Web-Verfahren (Beitrag SY2/3) viele
Schmelzhdute feinkristallin nach Benetzung eines
groBfdachigen und groBmaschigen Graphitgewebes mit
fliissigem Silizium in den Gewebemaschen wenige
Zentimeter oberhalb der Hauptschmelze erstarren.
Wihrend die o.a. Verfahren noch in Forschungspro-
grammen untersucht werden, entstehen flachige Kri-

stalle im ProduktionsmaBstab bereits mit dem EFG-Ver-

fahren (Edge defined Film fed Growth, vgl. Bild 3,
Beitrag SY3/6). Die Jahreskapazitdt der installier-
ten EFG-Krista11zHchtungsanlagen betrédgt schon

0,5 Md/a oder 50 Mio cm /a Solarzellenoberflidche.
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Bild 3:
Prinzip des EFG-Verfahrens nach /1/

Gegenwartig werden EFG-Anlagen entwickelt, die
gleichzeitig 9 grobkristalline Fldchen in Form
eines Nonagons aus einer vorgeformten Silizium-
schmelzraupe ziehen.

Eine schnelle (0,01 s/cmz] und gezielte Formge-
bung wird horizontal im SchleuderguB (val. Bild 4)
der "Spinning" Methode (Beitrag SY3/4) und verti-

Si Schmelze

Tiegel \
Trichter

Heizer |

Dreh = W
feller

Si - Scheibe

Bild 4:
Prinzip des "Spinnging"-Verfahrens nach /2/

kal durch Beschichten von Substraten bei der RAFT-
Methode (Ramp Assisted Foil Casting Technique,
Beitrag SY3/3, s. Bild 5) erreicht. Dabei 1dst
sich das fldchige kristallisierte Silizium vom
Schleuderteller bzw. vom Substrat durch geeignete
Wahl der Vortemperatur der formgebenden Unterlage.
Bei entsprechender Beschichtung der Unterlage kann
analog einer Fliissigphasenrheotaxie eine Orientie-
rung der Kristallscheiben erreicht werden. Mit
diesem Verfahren wiirden groBfldchige einkristal-
line Substrate in Sekundenschnelle fiir die Photo-
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Bild 5:
Prinzip des RAFT-Verfahrens nach /3/



voltaik entstehen. Gegenwdrtig bilden jedoch die
Ingot-Technologien, die Silizium in Form von ein-
kristallinen Stdben (Czochralski-Verfahren, Bei-
trag PL6, vgl. Bild 6) und von grobkristallinen

Bild 6:

Prinzip des Czochralski-Verfahrens mit

Quqrztiege1 1, Graphittiegel 2,

Heizer 3, Stromversorgung 4, nach /1/
Bldcken liefern, das Riickgrat der Photovoltaik
mit einer geschdtzten Jahreskapazitit von 12 MW/a
oder 1,2 Milliarden cmzfa.

/1/ Gessert, C.; Sirtl, E.;
Elektronische Halbleiter,
in Winnacker Kiichler (Hrsg),
Chemische Technologie, Band 3,
Carl Hauser, Miinchen (1983), 409 ff.

/2/ Y. Meada,
Beitrag SY3/4 der ICCG-7,
Stuttgart (1983)

/3/ GeiBler, J.; Helmreich, D.;
Beitrag SY3/3 der 1CCG-7,
Stuttgart (1983)

Symposium SY 4 "Defects in Silicon"

und Poster 5.01 - 5.02

Berichterstatter: Fritz Vieweg-Gutberlet,
Burghausen

Oblicherweise haben Defekte in Einkristallen et-
was Anriichiges an sich, im Falle des SY4 stell-
te man aber gerade das Gegenteil fest: Eine ge-
wisse Kategorie von Defekten in Silizium-Einkri-
stallen wird fiir einen weiten Bereich der Halb-
leiterbauelemente-Technologie zur zwingenden Not-
wendigkeit. Gemeint sind hierbei Mikrodefekte,

im speziellen Prédzipitationszentren etwa der Art
sixﬂy, die als solche andere - stdrende - Mikro-
defekte an sich binden (gettern) und somit fiir
eine defektfreie Zone im Halbleitermaterial sor-
gen. Es war daher nicht erstaunlich, daB sich ei-
ne Reihe von Vortrdgen dieses Symposiums spézi-
ell mit diesen Defekten besch@ftigten,wobei der
Rolle des Sauerstoffs sehr viel Bedeutung gewid-
met wurde. So berichteten Series et al. iiber die
Auswirkung der Ziehtemperatur auf den Sauerstoff-
gehalt von Silizium, Carlberg et al. informierten
iiber den EinfluB des Meniscus beim Tiegelziehen
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auf die radiale Verunreinigungskonzentration, auch
im Hinblick auf den Sauerstoffeinbau. Morya und
Ogawa berichteten iiber die Beobachtungen von Git-
terdefekten mittels eines neuen Infrarotsystems,
dem sie den Namen "Infrared Light Scattering To-
mography" gaben. Diese in unseren Breiten noch
wenig angewandte Methode liefert Abbildungen von
Kristalldefekten in IR-transparenten Kristallen.
Vom Anwendungsbereich und Aufldsungsvermogen her
sind Tomographie und Topographie recht @hnlich,
die Mechanismen der Kontrastentstehung sind je-
doch grundlegend verschieden.

Sehr interessant in diesem Zusammenhang war auch
der Vortrag von Graff iiber Defekte als Folge von
Obergangsmetallen bei der Wdarmebehandlung von Si-
lizium. Graff konnte hier einen sehr interessan-
ten Dekorationseffekt vorstellen, der neues Licht
in die Beurteilung der gefiirchteten Haze-Defekte
bringen kann.

Symposium SY §
"Crystal Characterization by Diffraction Methods",

sowie mit Poster 1.01-1.15 und 4.44 - 4.72
Berichterstatter: Nikolaus Herres, Jiilich

Das Symposium wurde durch die Abwesenheit elek-
tronenmikroskopischer Beitrdge zu einer iiberwie-
gend durch Rdntgenmethoden bestimmten Veranstaltung.
Insbesondere die Rintgetopographie war mit etwa
drei Viertel aller Vortridge und Poster sehr stark
vertreten (s.u.). Andere Beugungsmethoden spielten
bei der Charakterisierung der Realstruktur von
Kristallen fast nur dort eine Rolle, wo die Kri-
stalle recht klein waren und Stapelfehler unter-
sucht wurden, etwa in CdJ, (B. Palosz und

S. Gierlotka, Warschau).

Die Beugung mit y=Strahlen und Neutronen war mit
einem Obersichtsvortrag (J.R. Schneider, Berlin)
und einer Untersuchung des Mikromosaiks in Kupfer-
scheiben (A. Modrzejewski, Swierk/Polen) in die-
sem Symposium vertreten. Ein wesentlicher Vorzug
dery~-Diffraktometrie (mit inzwischen kommerziell
erhdltlichen p<Quellen) gegeniiber Rdntgenmethoden
liegt dort, wo massive Metallkristalle von mehre-
ren Millimetern Dicke ohne Vorbehandlung mit gu-
ter Orts- (einigen 1/10 mm) und sehr guter Winkel-
aufldsung (210") in Transmission auf ihre Perfekti-
on untersucht werden. Die Perfektion eines wachsen-
den Kupferkristalls 1ieB sich so in-Situ feststellen
(F.J. Bremer, J.-M. Welter, H. Wenzl, Jiilich).

Wie oben erwdhnt, wurde iiberwiegend rdntgentopo-
graphisch "charakterisiert". Eine Arbeitsgruppe

aus Aachen (H. Klapper, D. Gdtz, K.J. Roberts,

N. Herres) demonstrierte anhand von 1dsungsgeziichte-
ten Kristallen (Seignette-Salz, (HH4]2504, RbHSO,,
Cu(HCOO)z‘ 4 HEG}. wie sich Dominenstrukturen ferro-

elektrischer und antiferroelektrischer Phasen ront-



gentopographisch abbilden lassen. Mit Hilfe eines
auf den Kristall einwirkenden Temperaturgradienten
1ieB sich die Phasengrenze zwischen Hoch- und Tief-
phase ldngere Zeit an einer gewlinschten Proben-
stelle festsetzen und wdhrend dieser Zeit abbilden.

Die Anderung der Realstruktur als Folge von Phasen-
umwandlungen ist nicht mehr allein eine Domdne
der Elektronenmikroskopie. Dies wurde auch durch
die rontgentopographische Untersuchung zweier in-
kommensurabler Kristalle vom Typ A23!4 deutlich,
obwohl die Aufnahmen hier noch mehr Fragen als
Antworten aufwerfen. M. Ribet (Montpellier) fand,
daB in der Ndhe des lock-in-Oberganges Versetzun-
gen dekoriert werden, daB Adsscheidungen wachsen
bzw. neu entstehen und daB diese Vorginge nicht
reversibel sind. B. Dam, W.J.P. Enckevort und
H.J. Boeshaar (Nijmegen) beobachteten "Streifun-
gen" in der inkommensurablen Phase.

Die zunehmende Bedeutung der Synchrotronstrahlung
fiir die Materialcharakterisierung fand ihren Aus-
druck in zwei Vortrdgen und mehreren Postern.

M.C. Robert und F. Lefaucheux (Paris) gaben einen
Uberblick iiber die Rontgentopographie von Wachs-
tumsdefekten mit Synchrotronstrahlung. Hatte man
zunichst die hohe Intensitit, das weiBe Spektrum

und damit verkniipfte Annehmlichkeiten und Maglich-
keiten im Auge (real time studies, Laue-Topographie),
so werden jetzt zunehmend die subtileren Eigenschaf-
ten der Strahlungsquelle benutzt. Die Durchstimm-
barkeit der Wellenldnge gibt dem Experimentator
einen freien Parameter bei der Wahl der Abbildungs-
bedingungen. Plane-wave-Reflexionstopographie er-
laubt die Abbildung kleinster relativer Gitter-
verdnderungen (GridBenordnung 10'5 rad bzw. Ad/d).
Der Untersuchung kristalliner Filme und heteroepi-
taktischer Schichten erdffnen sich neue Mdglich-
keiten.

Der Untersuchung von $i0,-Filmen auf Si (111)-Sub-
strat war der Vortrag einer Arbeitsgruppe von HASYLAB
(Hamburg) und dem Shubnikow Institut (Moskau) gewidmet
(M.J. Bedzyk, G. Materlik, M.V. Kovalchuk, E.K.
Mukhamedzhanov). Bei der dort verwendeten Methode
wird im Kristall in Riickstrahl-Geometrie ein ste-
hendes Wellenfeld erzeugt, dessen Intensitdtsmaxima
beim Durchdrehen durch den Reflexionsbereich ihre
Lage relativ zu den reflektierenden Netzebenen
verdndern. Proportional zur vorliegenden Feldstir-

ke kommt es am Ort eines Atoms zu einem photoelek-
trischen Effekt. Aus dem Elektronenspektrum werden
Riickschlisse auf die Lage der Atome relativ zur
reflektierenden Netzebene mdglich. In Verbindung

mit Elektronenenergieverlust-Messungen ergab sich,
daB die Elektronen hichster kinetischer Energie
(erwartungsgemdB) bevorzugt aus der fehlgeordne-
ten Sioz-Schicht stammten.

Die Intensitidt der Synchrotronquelle zeitigt gele-
gentlich unerwartete Folgen, wie M. Dudley und
J.N. Sherwood (Glasgow) an organischen Kristal-
len zeigten, die aufgrund der intensiven Bestrah-
lung polymerisierten. Eine Beobachtung dieses Vor-
gangs wurde durch aufeinanderfolgende Synchrbtron-
Laue-Aufnahmen moglich.

Untersuchungen zum Mechanismus von Strahlenschi-
digungen an TGS, KDP und Beryll enthielten einige
Arbeiten, auf die hier nicht weiter eingegangen
werden kann.

Rontgentopographische Arbeiten, bei denen die Wachs-
tumsgeschichte von Kristallen anhand eingebauter
Defekte erkennbar wurde, waren recht zahlreich
vertreten (z.T. mit Spannungsoptik- oder Katho-
denlumineszenz-Untersuchungen angereichert). Die
Niitzlichkeit von Striations und ihre Sichtbarkeit

je nach Aufnahmebedingung (Extinktionsléange) zeigten
N. Herres, K. Bickman,, A.R. Lang und R. Diehl
(Julich, Bristol, Freiburg) am Edelstein Beryll.

Die am Kristall nicht mehr erkennbaren Wachstums-

fldchen lieBen sich aus der Lage und Orientierung
der Wachstumsstreifen rekonstruieren.

Unter den Beitrigen zum Thema "Granate" ist die
Arbeit von W. Tolksdorf, B. Strocka und F. Welz
(Hamburg) auch methodisch von Interesse. Durch
kurzzeitige Temperaturerhdhung wahrend des Wachs-
tums der SE-Granate aus dem Flux wurden hier ab-
sichtlich Striations hervorgerufen. Die rdumli-

che Aufeinanderfolge und die Orientierung der
Wachstumsstreifungen gaben Auskunft iiber die Wachs-
tumsgeschichte.

Stark mit 5, Se oder Si dotiertes GaAs wichst prak-
tisch versetzungsfrei. Eine offene Frage ist al-
lerdings, ob dieses Kriterium fiir technische An-
wendungen ausreicht. Die Beobachtung von Inhomo-
genitdten der Zusammensetzung (Ausscheidungen,
Striations) wie auch struktureller Eigenheiten
(Facettierung, Verzwillingung, Versetzungen) bei
diesem Material war Gegenstand einer Arbeit von

R. Fornari, P. Franzosi, C. Paorici, G. Salviali
und L. Zanotti (Parma). Im Zusammenspiel verschie-
dener Untersuchungsmethoden (Atztechnik, Hall-Mes-
sungen, SEM und Kathodenlumineszenz, Rontgentopo-
graphie) wurden Informationen iiber Art, Auftreten
und Eigenschaften der oben genannten Defekte er-
halten.

Symposium SY 6

"Convective Transport in Crystal Growth on Earth
and in Space" und Poster 2.40 - 2.53
Berichterstatter: Dietrich Schwabe, GiefBen

Die Idee zu einem solchen iibergreifenden Sympo-
sium fand auf der Konferenz allgemeinen Anklang,
wie aus der Zuhirerzahl und den Diskussionen zu

21



entnehmen war. Obwohl der’ konvektive Transport
bei der Kristallziichtung nur einen Stein im Ge-
samtgebdude ausmacht, liegt der wohl doch im Fun-
dament und findet z.Z. wachsende Beachtung. Da-
her konnte es auch nicht gelingen, alle die Kon-
vektionen betreffenden Beitrdge in diesem Sympo-
sium zu Wort kommen zu lassen.

Die Grundlage des Symposiums wurde durch vier Uber-
sichtsvortrdge gelegt, die die Begriffe kldren
sowie Zielsetzungen und Anwendungen zeigen sollten.

F. Rosenberger und G. Miiller gaben eine Einfiih-
rung in die Kennzahlen der Hydrodynamik, in das
Konzept der Grenzschichten und welche prinzipi-
ellen Einsichten man daraus bereits aus Stoffpa-
rametern und Daten des Zuchtsystems gewinnen kann.
Angesprochen wurden auBerdem die instationdre Kon-
vektion und deren Auswirkungen auf das Kristall-

wachstum.

D.T.J. Hurle begann mit einer Obersicht liber Pro-
bleme bei der Czochralski-Ziichtung, wobei er darauf
hinwies, daB unser Verstdndnis noch sehr beschrinkt
ist, weil die Konvektion dreidimensional und meist
zeitabhdngig ist. Er gab eine Einfiihrung in das
Problem des Obergangs zur Turbulenz und streifte
die sehr modernen Begriffe stochastisches und de-
terministisches Chaos. Danach wurden handfeste
kristallziichterische Probleme angesprochen, wie
Sauerstoff in CZ-Silizium, Temperaturoszillatio-
nen in Floating Zones und Striations sowie die
"magnetische Dampfung" von zeitabhdngiger Striomung.
Hurle wagte sich noch an die morphologische Insta-
bilitdt von Grenzfldchen und deutete an, daB die
Wellenldngen der konvektiven Instabilitdt nahe
denen der morphologischen Instabi?it&flliegen.

W.R. Wilcox gab eine Ubersicht iiber den EinfluB
der Konvektion auf das Kristallwachstum in Ldsun-
gen, wo die erzwungene Konvektion eine besonde-
re Rolle spielt. Er behandelte Losungsmitteilein-
schliisse, wobei die Diskussion des hier vorherr-
schenden facettierten Wachstums in Verbindung mit
erzwungener Konvektion zum Verstdndnis der beob-
achteten Defekte fiihrt. Vom Wachstum aus wiBriger
Losung unter Mikrogravitation ist nach seiner Ana-
lyse nicht viel zu erwarten. Beachtenswert diirfte
auch seine Klarlegung des Modellcharakters des
Grenzschichtbegriffes sein sowie die Warnung vor
naivem Gebrauch des Fick'schen Diffusionsgeset-
zes ohne Riicksicht auf das Bezugssystem.

G.H. Westphal berichtete iiber theoretische und

experimentelle Untersuchungen zum konvektiven Trans-

port in offenen und geschlossenen Gasphasensystemen.
Weil die eptaktische Gasphasenziichtung so zunehmend
wichtig ist und man hervorragende (optische) Unter-
suchungsmethoden einsetzen kann, ist bei diesen
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Systemen schon in naher Zukunft ein tieferes Ver-
standnis zu erwarten, das direkt zur Verbesserung
der Produkte fiihrt.

Insgesamt wurden mit den vier Hauptvortrdgen ein
guter Querschnitt und viele Anregungen geboten,

und die Liste der Referenzen dieser Vortrige diirfte
eine ausgezeichnete Basis fiir einen Einstieg in

jedes Teilgebiet sein.

Drei Beitrdge waren numerischer Simulation gewid-
met. R.A. Brown, J.C. Chang und P.M. Adornato
("Finite Element Analysis of Directional Solidifi-
cation of Dilute and Concentrated Binary Melts")
bearbeiteten das Problem des gegeniiber thermischer
Convektion relativ stabilen Bridgmansystem (Kiih-
lung von unten), das jedoch durch radiale thermi-
sche Gradienteﬁ oder durch Dotierung (destabili-
sierender Konzentrationsgradient) ebenfalls Kon-
vektion zeigt. Bemerkenswert ist, daB ihr Verfah-
ren die Form der Phasengrenze des Kristalls als
Losung und nicht als vorgegebene Bedingung behan-
delt.

M.J. Chrochet, F.T. Geyling und J.J. van Scheftingen

("Numerical Simulation of the Horizontal Bridgman
Growth of Gallium Arsenide") berechneten fiir das
rechteckige horizontale Boot kovektive Oszilla-
tionen (und Temperaturoszillationen) und zeigten
einen schonen Film, in dem die Bewegung der Wirbel
und ihre Wirkung auf Temperaturverteilung und Wachs-
tumsfront deutlich wurden.

M. Mihelcic, C. Schrick-Pauli, K. Wingerath, H.
Wenzel, W. Uehlhoff und A. van der Hart zeigten
ebenfalls einen beeindruckenden Film iiber die Kon-
vektion in Metallschmelzen (Czochralskisystem),
wobei Auftrieb, Kristallrotation und Tiegelrota-
tion beriicksichtigt wurden. Fiir das an der KFA
Jiilich auch experimentell untersuchte System be-
rechnen sie fiir die iiblichen Rotationsraten, daB
die erzwungene Konvektion iiber die thermische bei
weitem dominiert.

Im Zusammenhang mit den numerischen Arbeiten wurde
deren Schwachpunkt diskutiert. Die Ansdtze sind
noch zweidimensional, so daB die gefundenen zeit-
abhdngigen Losungen nicht viel mit der "dreidime-
sionalen Wirklichkeit" zeitabhdngiger Stromungen
gemein haben miissen. Hier setzen die Numeriker
ganz auf neue leistungsfdhigere Computer. Dann
wird es auch darauf ankommen, die richtigen Da-
ten und Randbedingungen der wirklichen Systeme

in die Rechnungen einflieBen zu lassen. Hier sind
die "Experimentatoren” gefordert!

Drei experimentelle Beitrédge rundeten das Haupt-
programm ab. T. Carlberg ("Influence of Different
Convection Condition on the Stability of a Planar
Solidification Front") studierte die gerichtete



Erstarrung von Al-Cu-Legierungen unter beziiglich
der Heizbedingungen konvektiv stabilen sowie lami-
naren und oszillatorischen Bedingungen. Nur unter
konvektiv nicht turbulenten Bedingunaen konnten
existierende Modelle die Ergebnisse beschreiben.

R. Lamprecht, D. Schwabe, A. Scharmann und

E. SchultheiB ("Experiments on Buoyant and Thermo-
capillary Convection in Czochralski Configuration
and its Interaction with Forced Convection by Crys-
tal Rotation") untersuchten vor allem den Beitrag
der thermokapillaren Krifte zur Konvektion im CZ-

System. Er war in ihrem System deutlich und be-
wirkte, daB erzwungene Konvektion durch Kristall-
rotation erst bei extrem hohen Rotationsraten do-
minierte.

M.E. Glicksman, 0.T. Fang, S.R. Coriell und

R.F. Boisvert ("Convective Induced Crystal Melt
Instabilities" ) entdeckten in einer zylindrischen
Fliissigkeitssdule aus Succinonitril, die durch
einen Draht auf der Achse geheizt und von einem

- Mantel von festem Succinonitril umgeben ist, eine
sich um die Achse schraubende konvektive Insta-
bilitdt bei extrem kleinen Grashofzahlen. Die da-
zu entwickelte Theorie beriicksichtigt die "wei-
che Zylinderwand" der Fliissigkeit-Kristall-Grenz-
fldche und ergibt gqute Obereinstimmung mit dem
Experiment.

Symposium SY 7
"Organic Crystals" und Poster 2.55 - 2.76

Berichterstatter: Norbert Karl, Stuttgart

In der Literatur sind etwa zehmnal mehr organi-
sche als anorganische Verbindungen beschrieben.
Von diesen werden iiberall in der Welt in zunehmen-
dem MaBe auch Einkristalle geziichtet, charakteri-
siert und fiir physikalische und chemische Grundla-
genuntersuchungen zur Verfiigung gestellt. Die bun-
te Vielfalt der Welt der organischen Kristalle
artikulierte sich auf der ICCG-7 erstmals in einer
eigenen Fachsitzung in der Regie und unter dem
Vorsitz von N. Karl (Stuttgart) und J.M. Sherwood
{é1asg0w]. Um zwei 40 min Vortrdge (Kasayashi und
Sloan) gruppierten sich 9 Kurzvortrdge und ca.

20 Poster.

Die Thematik der Beitrdge reichte von der elek-
tronenmikroskopischen Direktabbildung von Kristall-
strukturen und Kristalldefekten mit atomarer Auf-
ldsung (Kobayashi) und der rintgentopographischen
Beobachtung der Entwicklung von Kristalldefekten
bei der Festkorperpolymerisation iiber die Herstel-
Tung und Charakterisierung hidchstreiner Kristalle
(Sloan; Warta; Williams) bis zu exotischen neuen
Materialien wie organischen Metallen (Schweitzer),

groBen Polymereinkristallen (Six1) und optisch
stark nichtlinearen Kristallen (Flicstein).

Dem Studium organischer Legierungen als transpa-
rente Modellsysteme fiir Nukleations-, Erstarrungs-
und Alterungsvorgdnge waren mehrere Beitrdge gewid-
met. Probleme genauer Phasendiagrammanalyse durch
DSC, Probleme der Mischkristallbildung und Unter-
suchungen zu epitaktischem Aufwachsen waren an-
dere interessante Themen.

Zahlreiche Beitridge galten der Kristallziichtung;
entweder in der Beschreibung der Herstellung neuer
Materialien, oder in der Vorfiihrung (!) neuer Kri-
stallziichtungsmethoden (Kristallisation aus unter-
kiih1ten Schmelzen), oder in der Darstellung der
speziellen Erfordernisse, denen industrielle Kri-
stallisation geniigen muB (Davey). Besonders er-
wadhnenswert ist die Elektrokristallisation orga-
nischer Radikalionensalze (Schweitzer), die ste-
reoselektive Katalyse des Kristallwachstums
(Berbovitch- Yellin) und die Aufkldrung der mi-
kroskopischen physiko-chemischen Vorgdnge bei der

Bildung von (groBen) Polymereinkristallen aus Mo-
nomerkristallen durch Festkdrperpolymerisation
(Six1).

Die Fiille der Themen, die groBe Zahl der Beitrdge
und das ihnen entgegengebrachte Interesse lassen
keinen Zweifel daran aufkommen, daB eine Fachsit-
zung "Organische Kristalle" zu einem festen Be-
standteil zukiinftiger ICCGs werden wird.

Symposium SY 8 "Automatization in Crystal Growth"
und Poster 1.16 und 1.17
Berichterstatter: Rol1f Laurien, Hamburg

Zum Symposium SY 8 waren Beitridge aus sieben Lin-
dern angemeldet worden. Da die beiden oralen Pra-
sentationen aus der UdSSR ausfielen, wurden zu
obigem Thema nur sechs Vortridge gehalten und zwei
Poster gezeigt.

Die Autoren der einzelnen Beitrdge waren:

SY 8/2: W. Uelhoff (D)
SY 8/3: H. Nakajima et al. (Japan)
SY 8/4: T. Surek et al. (USA)
SY 8/5: A.B. Crowley et al. (GB)
SY 8/6: M. Ghassempory et al. (GB)
SY 8/7: D.T.J. Hurle et al. (GB)

1.16: Han Pengdi (China)

1.17: C. Schemali (Frankreich)
Das Interesse der Tagungsteilnehmer an den Vor-
trdgen war derart groB, daB das ca. 120 Personen
fassende Daimler-Auditorium permanent iberfiillt
war. Einige ergatterten moch einen Sitzplatz auf
dem blanken FuBboden, viele standen im Flur, wo
ein Lautsprecher aufgestellt war, um wenigstens
den Vortrag zu hdoren, wenn man schon nicht den
Vortragenden und seine Dias bzw. Folien sehen konn-
te. Viele Wissenschaftler verlieBen die parallel
laufenden Symposia ihrer eigenen Fachgebiete, um
hier Neues zu erfahren.
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Das Spektrum der Vortrdge war sehr groB. Es reich-
te von der streng mathematischen Ableitung und

der Genugtuung, daB die aufgestellte Differential-
gleichung losbar ist, bis zur Darstellung compu-
tergesteuerter Ziehanlagen und der Prdsentation
einiger automatisch geziichteter Einkristalle.

Ebenso breit gefdchert waren die Meinungen und
Kommentare zu diesem Themenkreis, die man im wei-
teren Verlauf der Tagung hdren konnte. Die Auffas-
sungen, was zum Thema "Automatisierung in der Kri-
stallziichtung" gehdrt, waren sehr divergent, je-
doch kristallisierten sich zwei Lager heraus.

Zum einen diejenigen Kristallziichter, welche als
Praktiker als einziges Ziel ihren fertigen und
mioglichst perfekten Einkristall sehen. Sie ldsen
ihre Probleme empirisch und mit der ihnen eigenen
groBen Erfahrung; Physik und Mathematik sind will-
kommene Hilfsmittel, um zum Endprodukt Kristall

zu gelangen. Hilfsmittel, die dankend angenommen
werden, nicht mehr. Ihrer Meinung nach wird der
Kristall nicht besser, wenn man die Mathematik,
die dahintersteckt, bis ins Detail versteht. Haben
sie ihre Ziichtungsapparatur einmal automatisiert

- und es gibt zur Zeit viele gute Regelungen -
erlahmt das Interesse, neue Verfahren zu testen.
Dieser Gruppe waren einige Vortrige zu abstrakt
und fiir diese Tagung teilweise nicht passend.

Auf der anderen Seite das Lager der Theoretiker,
eindeutig in der Minderheit. Mathmatiker und Phy-
siker stecken erst einmal sdmtliche miglichen auf-
tretenden Phdnomene in eine Differentialgleichung,
diskutieren dann die Losbarkeit und bauen auf Grund
der Eigenfunktionen ein Regelungssystem auf. Des-
sen Glite wird zum SchluB anhand eines €inkristalls
demonstriert. Fiir sie ist die Kristallziichtung
eine mogliche Anwendung ihrer Oberlegungen. Sie
haben in Stuttgart ihre Erkenntnisse den Prakti-
kern angeboten und miissen nun hoffen, daB man sie
annimmt.

Beide Lager leben, das hat sich gezeigt, zur Zeit
noch getrennt. Dem Praktiker fehlen die Grundlagen,
die in einem viertelstiindigen Vortrag komprimierten
Gedankengidnge des Theoretikers zu verfolgen und
ihren Nutzen fiir seine eigene Arbeit zu erfassen.
Er tut sie als theoretischen Kram ab, ohne den
seine Kristalle auch wachsen. Der Theoretiker ver-
steht nicht, warum der Praktiker kein Interesse
hat, in seiner Anlage bewuBt einen schlechteren
Kristall zu ziichten, um die Giite der Automatik

zu testen und sie auf Grund dieses Ergebnisses

zu verbessern. Es ist zu hoffen, daB der Graben
zwischen den Fronten in der Zukunft schmiler wird,
daB die Theoretiker von den alteingesessenen Kri-
stallziichtern nicht mehr nur als Hilfswissenschaft-
lTer angesehen werden, daB auch in der Kristall-
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ziichtung auf dem Gebiet der Automatisierung Theo-
retiker und Praktiker Hand in Hand an den gleichen
Problemen arbeiten werden. Das Interesse des Ein-
ander-Verstehens ist vorhanden, wie die sehr qut
besuchten Vortrige gezeigt haben. Was noch fehlt,
ist ein gemeinsames Grundwissen um die verschie-
denen Probleme, die beide Seiten beschidftigen,

und das Vermigen, sich in die Gedankenwelt des
anderen hineinzuversetzen.

Symposium SY 9
"Advanced Epitaxy"

Poster 5.04 - 5.21 und Poster 2.77 - 2.86
Berichterstatter: Meino Heyen, Aachen

In der Sitzung."Advanced Epitaxy" wurden insge-
samt 7 Vortridge prdsentiert. Zunichst wurde 5n
drei Beitridgen die Problematik der Graphoepitaxie
diskutiert. Es schlossen sich drei Vortridge zur
Thematik der Epitaxie mittels metallorganischer
Verbindungen an, und der letzte Beitrag beschdf-
tigte sich mit selektivem Wachstum aus der Fliis-
sigphase.

H.I. Smith (Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge) pridsentierte einen ausgezeichneten Ober-
sichtsvortrag iiber "Graphoepitaxy and Zone-Melting
Recrystallization". Bei der Graphoepitaxie werden
in amorphen Substraten kiinstlich feine Strukturen
definiert, die in darauf abgeschiedenen Schichten
eine Orientierung hervorgerufen. Auf 5102 kdnnen
unter Verwendung einer Siﬁz-hbdeckung groBfléachi-
ge Si-Schichten mit guten elektrischen Eigenschaf-
ten mittels des Zonenschmelz-Rekristallisations-
verfahrens hergestel1t werden. Die Schichten kionnen
erheblich verbessert werden, wenn die Schmelzzone
durch eine planare Struktur mit einer Engstelle
(Unhrglastechnik) durchzogen wird.

E.T. Givargizov (Institute of Crystallography, Mos-
kau) berichtete iiber "Artifical Epitaxy (Graphoepi-
taxy) of Semiconductors". Einkristalline 0.2x0.6 mm
grofe GaAs-Schichten und CdS-Schichten von mehreren
mm- konnten realisiert werden.

Der Vortrag von H. Nori, (NTT, Tokyo) iiber "Silicon
crystal film oriented by metal pattern on planar
amorphous substrates" befaBte sich mit dem EinfluB
der Form von Gold-Strukturen auf amorphen Substra-
ten auf die Eigenschaften von Si-Schichten.

Der Kern der Diskussion in den ndchsten zwei Vor-
trdgen war die Problematik des InP-Wachstums mit-
tels metallorganischer Verbindungen. Besonders
interessant wurde die Diskussion, weil hier die
Vertreter zweier Methoden gegeniibergestellt wur-
den:



J.P. Duchemin (Thomson CSF, Paris) berichtete iiber
"Low presﬁure chemical vapor deposition". Duchemin
zerlegt das PH3 teilweise in einem Pyrolyseofen
bevor das Gas in den Reaktor eingeleitet wird.
Besonders wichtig scheint zu sein, daB das ver-
wendete Triethylindium (TEI) mittels N? in das
Depositionssystem eingeleitet wird, um einen zu
schnellen Zerfall zu verhindern. AuBerdem ist es
erforderlich, daB als Trédgergas eine 2/1 N2/
HZ‘Mischung verwendet wird. Ober die Einfliisse

von Vorzerlegung des PH,, des N, und der Druck-
reduzierung auf die Wachstumskinetik konnten keine
Angaben gemacht werden. Ober die Realisierung von
Laserstrukturen aus dem System InGaAsP wurde be-
richtet, Zweidimesionale Effekte an den Grenzflid-
chen von Heterostrukturen wurden beobachtet. An-
gaben liber die Reproduzierbarkeit konnten nicht
gemacht werden.

R.H. Moss (British Telecom Research Laboratories,
London) diskutierte in seinem Vortrag "Adducts

in MOVPE of III-V-Compounds" die Alternative, die
sehr instabilen metallorganischen In-Verbindungen
durch stabilere Addukte von Alkylen der III. und
V. Gruppe zu ersetzen. Diese Addukte konnen "in
situ" durch Mischen der Alkyle hergestellt werden,
bavor sie in den Reaktor eingeletiet werden. Eine
zweite Moglichkeit ist die Verwendung der Addukte
selbst als Ausgangsmaterialien. Das letzte Verfah-
ren hat den Vorteil der sichereren Handhabung.
Nach Angaben des Vortragenden ist die Reproduzier-
barkeit bei der Verwendung von Alkylen noch sehr
schlecht.

Zur Oberraschung des Auditoriums teilte G.B.
Stringfellow (Universitdt von Utah, Salt Lake

City) in der Diskussion mit, daB es gelungen ist,
InP mittels Trimethylindium als Ausgangsmaterial
auf "konventionelle" Weise herzustellen. Es herrscht
die generelle Meinung, daB die Abscheidung von
Materialien des Systems InGaAsP mittels MOCVD auf
lange Sicht die erfolgversprechendste Methode ist.
Zum gegenwdrtigen Zeitpunkt ist jedoch das Halogen-
verfahren zur reproduzierbaren Materialherstellung
gqeeigneter.

B. Cockayne (RSRE, Malvern, U.K.) berichtete iiber

"Organometallic chemical vapor deposition of Zn-Group

VI compounds using heterocyclic compounds as the
Group VI source". Bei der Herstellung von II-VI-Ver-
bindungen mittels Dimethylzink und H25 oder HZSe
filhren Reaktionen bei Raumtemperatur zu unerwiinsch-
ter Abscheidung oberhalb des Susceptors und damit

zu niecht reproduzierbaren Ergebnissen. Es wurde
gezeigt, daB dieser unerwiinschte Zerfall durch
Verwendung von heterozyklischen Verbindungen der

V1. Gruppe verhindert werden kann.

E. Lendvay (Academy of Science, Budapest) beschif-
tigte sich mit einem "Selective epitaxial growth

of AlGalnSh". Untersucht wurde das Wachstum von
AlGaInSh aus der Fliissigphase auf GaSh-Substraten.

Im folgenden sollen aus der Vielzahl der pridsen-
tierten Poster einige Aspekte herausgegriffen wer-
den, die dem Berichter besonders interessant, er-
scheinen:

Elektronenbeweglichkeiten von 100.000 cmzfvs bei
77 K wurden von G. Weimann (Fernmeldetechnisches
Zentralamt, Darmstadt) in GaAs-Schichten gemessen,
die mittels Molekularstrahlepitaxie ahgeschieden
wurden. An GaAs-AlGaAs-Heteroiibergdngen, herge-
stellt mit derselben Methode, betrugen die Beweg-
lichkeiten 300.000 cm’/Vs.

1.H. Goodridge (Plessey Research Centre, U.K.)
berichtet iiber.die erfolgreiche Verwendung von
Dimethylzink als Dotierstoffquelle bei der Her-
stellung von p-leitendem GaAs im Halogentransport-
system.

F. Scholz (Kirstallabor Universitdt Stuttgart)
verwendete erfolgreich ein Trimethylindium-Tri-
methylphosphan-Addukt, (CH3)3 In-P[CHa}S. als Aus-
gangsmaterial fiir die InP-Epitaxie.

R.W. Grew (GEC Research Laboratories, U.K.) verwen
det Diethylzink und Dimethylzink als Dotierstoffe
bei der MOCVD-Methode. Starke Speichereffekte wur-
den beobachtet. Die Effekte sind stdrker bei der
Verwendung von DEZ.

Symposium SY 10
"Mixed Crystals, Solid Solution, Aloys"

und Poster 4.34 - 4.43
Berichterstatter: Horst Maier, Heilbronn

Das Thema "Mischkristalle, feste Lésungen, Legie-
rungen" zielte weniger auf Herstellungs- und Cha-
rakterisierungsmethoden als auf eine Klasse von
Materialien, die in der modernen Festkorpertech-
nologie schnell wachsende Anwendungsgebiete fin-
det. Sie erdffnet die Mdglichkeit, spezifische
Eigenschaften wie Bandlliicke, nicht-lineare, elek-
tro-optische Effekte, Phaseniiberginge usw. gezielt
auf die erwiinschten Werte abzustimmen. Bereits
der Erdffnungsvortrag der Tagung von R.A. Laudise
verdeutlichte diese Sonderstellung.

Neben der Mischbarkeit und ihrer theoretischen
Untersuchung sowie den sehr unterschiedlichen Her
stellungsverfahren standen daher anwendungsbezo-
gene Fragen im Vordergrund.

Vier eingeladene Vortridge fiihrten in die Grund-
lagen und in die wichtigsten Materialklassen, die
Matalle, die Metalloxide, die II-VI- und III-V-Ver-
bindungen ein. Aus der groBen Zahl von Originalar-
beiten wurden vier mindlich vorgetragen, zehn in
die Postersession iibernommen, andere, bei denen
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ein spezifisches Ziichtungsverfahren im Vordergrund
stand, in die jeweiligen Sitzungen einbezogen.

G. Kostorz behandelte die metallischen bindren
Legierungen, die im allgemeinen nicht jdeal sind
und kurzreichweitige Ordnungsparameter hesitzen.
Untersuchungen zur Neutronenstreuung mit Flugzeit-
Spek trometern und zur Rdntgen-Feinstrukturanalyse
unter Ausnutzung der Synchrotronstrahlung mit ihrer
hohen Strahlungsdichte geben AufschluB iiber die
Mechanismen der Cluster-Bildung und iiber Cluster-
Typen. Insbesondere konnen Mikrostrukturen und
Wechselwirkung innerhalb der ndchsten Umgebung
geldoster Fremdatome untersucht werden. Kostorz
definierte die drei Gruppen des Sitzungsthemas

als: alloy - Oberbegriff, Mischung beliebiger Pha-
sen; solid solution - feste, zugrunde 1liegende
Gitterstruktur; mixed crystal - Grundgitter einer
Komponente des pseudobindren Kristalls unveridndert.

G.B. Stringfellow untersuchte die Mischbarkeits-
liicken von terndren und quaterndren II1I-V-Systemen,
die heute zur Anpassung von Gitterkonstanten und
Bandliicken in optoelektronischen Bauelementen ver-
wendet werden. Binodale und spinodale Stabilitits-
fldchen, berechnet nach dem DLP- (delta lattice
parameter-)Model11, wurden vorgestellt, deren kri-
tische Temperaturen durch Einbeziehung des "co-
herency strain" drastisch reduziert wurden. Die
erforderliche strain-Energie stabilisiert den me-
tastabilen Zustand und 13Bt allenfalls lokale Clus-
ter-Bildung zu. Die Epitaxieverfahren wurden unter
dem Aspekt beurteilt, Schichten innerhalb des meta-
stabilen Bereichs zu erzielen. Dabei kommt der
allein von der Thermodynamik kontrollierten OMVPE
besondere Bedeutung zu.

Erhebliche Anforderungen an die Homogenitdt stel-
len die nicht-linear optischen, phasen-konjugier-
ten Anwendungen der Metalloxide. H.J. Scheel und
P. Giinter zeigten, daB die extremen Forderungen
der Temperaturkonstanz bei der Herstellung solcher
Materialien, d.h. die Vermeidung von "striations"
durch Temperaturoszillationen, durch forcierte
Konvektion (ACRT) zu erfiillen sind.

Einen z.Z. intensiv untersuchten Vertreter der
II-VI-Verbindungen, das Hgl_xCdee, behandelte
J.L. Schmit in einer Obersicht iiber seine Anwen-
dungen und die hierfiir eingesetzen Ziichtungsver-
fahren. Insbesondere bei der Herstellung von Vo-
lumenkristallen wird mit ausgefallenen Verfahren
wie der Rekristallisation aus der abgeschreckten
festen Phase oder aus der Mischung von fester und
fliissiger Phase (slush) versucht, die Inhomogeni-
tdt durch breite Solidus-Liquidus-Liicke zu vermei-
den. Verschiedene Epitaxieverfahren wie LPE (aus
Te-, Hg- und HgTe-reichen Losungen, VPE und (fiir
Hgy_, Cd,Te)) neue Verfahren wie OMVPE oder MBE
wurden diskutiert.
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Hgl-xCdee bildete auch in den Kurzvortrdgen den
Schwerpunkt. Von den 14 Anmeldungen betrafen 8
dieses Material. Inshesondere wurden die moder-
nen Epitaxieverfahren wie OMVPE mit Dimethyl-Cd,
Didthyl-Te und Hg (5.J.C. Irvine et al.), CVT mit
Epitaxie als Sonderfall der MBE (H. Zimmermann et
al.) behandelt. Technologisch relevant ist auch
die trockene Oxidation von Hgl_xEdITe unter 0,-
und Hg-Atmosphdre, deren Reaktionsprodukte als
Funktion von x durch eine Computersimulation er-
mittelt wurden (R. Diehl et al.).

Weitere Beitrdge betrafen den fiir Infrarot-Halb-
leiterlaser verwendeten Mischkristall Pbl-xS"xTe'
dessen Segregationseffekte bei Bridgman-Ziichtung
untersucht wurden (V. Fano et al.) und dessen Her-
stellung nach einem friiher vorgeschlagenen 3-Pha-
sen-Verfahren (Vapor-liquid-solid) wieder aufge-
griffen wurde (K. Kinoshita et al.), weiterhin
das fiir die Optoelektronik bedeutsamen I"xﬁal-x
Asypl-y' dessen Oberfldchenmorphologie bei der
LPE von Riickschmelzvorgingen des GaAs-Substrats
bestimmt wird und ein Ldsungszonenverfahren zur
Herstellung von gezielten x-Gradienten in

an_xCdee.

Das Symposium verdeutlichte die Vorteile der Misch-
kristalle fiir die verschiedenen Anwendungsgebiete.

Es zeigte die physikalisch inhdrenten Probleme,

die sich fiir die Herstellung homogener Einkristalle
und Epitaxieschichten ergeben, eridffnete aber auch

Methoden zu ihrer Oberwindung.

Ubersichtsartikel und Kristallziichtungszentrum

Wegen des umfangreichen Berichts iiber die ICCG-7
miissen der geplante Ubersichtsartikel und die
Vorstellung eines weiteren Kristallziichtungszen-
trums fiir die nachste Ausgabe des Mitteilungs-
blatts zuriickgestellt werden.

b R B T ST S I I Y

SCHMUNZELECKE

15 goldene Regeln fiir die Prdsentation
eines quten wissenschaftlichen Vortrags

Mit den Invited Papers ist es wie beim Eiskunst-
lauf: Hat man sich erst einmal einen Namen gemacht,
so darf man ruhig einen schlechten Vortrag halten;
er wird trotzdem von der Fachwelt fiir gut befunden,
und auch die Einladung zur ndchsten Tagung ist ge-
wiB. Wenngleich auf der ICGG-7 fast nur gute Vor-
trdge gehalten wurden, wire die eine oder andere
Prisentation doch mehr oder weniger stark verbes-
serungsbediirftig gewesen. Damit bei der nachsten



Tagung auch Ihr Vortrag die Zuhdrer zu Begeiste-
rungsstiirmen hinreiBen mdge, sei ILhnen die Beach-
tung folgender Regeln wirmstens ans Herz gelegt:

1. Sprechen Sie mdglichst leise und undeutlich.
Der ZuhGrer hat ein Recht abzuschalten und
einzuschlafen.

2. Sprechen Sie in Richtung der Projektionswand,
sonst erschrecken Sie die Zuhdrer, wenn sie
aufwachen und sich angeschaut fiihlen.

3. Lesen Sie den Vortrag moglichst fliissig ab.
Dies spart Zeit, und man kann mehr in den
Vortrag hineinpacken.

4, Oberraschen Sie die Zuhdrer mit eigenwilligen
englischen Redewendunjen und ungebraduchlicher
Aussprache. Dies erhoht die Originalitidt Ihres
Vortrags.

5. Stecken Sie beim Vortrag Ihre Hinde in die
Hosentaschen. Den Vortrag mit den Handen zu
unterstiitzen ist nur das Recht der Politiker.

6., Lehnen Sie sich gegen das Pult, um die Stabili-

tdt des Veranstaltermobiliars zu demonstrieren.

7. Bringen Sie moglichst viele Formeln. Dies
erhoht die wissenschaftliche Qualitat Ihres
Vortrages.

e S BLIESS
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=
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=

Zeichnung: E. Grillparzer

8. Sortieren Sie lhre Dias ruhig auf dem Kopf
ein. Das erheitert das Auditorium und regt
es zu sportlichen Obungen an.

9. Verwenden Sie Dias mit weiBer Schrift auf
blauem Grund, damit man sie schlecht ahpho-
tographieren kann.

10. Vertauschen Sie die Reihenfolge der Dias.
Der Operateur soll auch etwas tun.

11. Schreiben Sie mdglichst klein.
Dadurch paBt umsomehr auf eine Folie.

12. Zeigen Sie mdoglichst viele Kurven auf eine
Graphik, damit dem Zuhdrer die eindeutige
Zuordnung erschwert und das Geheimnisvolle
an IThrer Arbeit gewahrt wird.

13. Oberziehen Sie ruhig Ihre Redezeit,um zu
zeigen, daB Sie noch mehr berichten ktnnen.

14. Machen Sie moglichst unprdzise Angaben, da-
mit Sie in der Diskussion geniigend flexibel
sind.

15. Halten Sie jahrelang miglichst den gleichen
Vortrag. Das erhoht die Bedeutung Ihres The-
mas, und die Zuhbrer sind dankbar, daB sie
nicht schon wieder etwas Neues erfahren miissen.

r.laurien/r.diehl

... sind zu allem bereit, aber fiir nichts zu ge-
brauchen.

f

einmal in ihrer efgenen Bedeu-

LU

... entscheiden sich erst dann, wenn sie wissen,

daB mit ihrer Entscheidung nichts Entschei-
dendes entschieden wird.

.+« Probleme erledigen sich von selbst, wenn man
sie nicht dabei stdrt.

... lassen sich von niemandem eine Geringschit-
zung gefallen - auBer vom Finanzamt.

... bestreiten alles, nur nicht ihren eigenen
Unterhalt.

... machen alles mit Hand und FuB; trotzdem le-
ben sie weiter vom Kindergeld.

LI R I I TS S S S R

NEUE BUCHER

GRAIN BOUNDARIES IN SEMICONDUCTORS

Proceedings of the Materials Research Society
Annual Meeting, November 1981, Boston;

Eds. A.J. Leamy, G.E. Pike,

C.H. Saeger (North Holland Publishing Co.) 1982,
418 S., 65 US$

THIN FILMS AND INTERFACES

Proceedings of the Materials Research Society
Annual Meeting, November 1981, Boston;

Eds. P.S. Ho, K.N. Tu (North Holland Publishing
Co) 1982, 445 S., 210 Df1.

RAPIDLY SOLIDIFIED AMORPHOUS

AND CRYSTALLINE ALLOYS

Proceedings of the Materials Research Society
Annual Meeting, November 1981, Boston;

Eds. H.H. Kear, B.C. Giessen, M. Cohen

(North Holland Publishing Co.) 1982,

561 5., 235 Df1,
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LASER AND ELECTRON - BEAM INTERACTIONS

WITH SOLIDS

Proceedings of the Materials Research Society
Annual Meeting, November 1981, Boston:

Eds. B.R. Appleton, G.K. Keller (North Holland
Publishing Co.) 1982, 812 Se., 250 Df1.

VLSI FABRICATION PRINCIPLES
von S.K. Ghandi (John Wiley) 1983, 665 S.,
47,50 US$

ANALYSIS OF HIGH TEMPERATURE MATERIALS

Ed. 0. van der Biest (Elsevier Science Publishing
Co. Inc.) 1983, 272 S., 53,50 USS$

Inhalt: 1.) Techniques for Bulk Chemical Analysis.
2.) Atomic Spectroscopy. 3.) Electron Microprobe
Analysis. 4.) Secondary lon Mass Spectroscopy.

5.) Electron Spectroscopy Methods. 6.) X-Ray Diffrac-

tion. 7.) Chemical and Crystallographic Analysis
in the Transmission Electron Microscope.

GalnAsP ALLOY SEMICONDUCTORS

Ed. T.P. Pearsall (John Wiley) 1982, 486 S.,

49,95 US$

Inhalt: 1.) Epitaxial Crystal Growth. 2.) GalnPAs
Materials Properties. 3.) GalnAsP Device Technology
and Performance.

LASER MATERIALS PROCESSING

Ed. M. Bass (North Holland Publishing Co.) 1983
474 s., 195,50 Df1. .

Inhalt: 1.) Lasers for Laser Materials Processing.
2.) Laser Cutting. 3.) Laser Welding. 4.) Laser
Heat Treatment. 5.) Rapid Solidification Laser
Processing at High Power Density. 6.) Shaping
Materials with Lasers. 7.) Laser Processing of
Semiconductors. 8.) Nd:YAG Laser Applications
Survey. 9.) Considerations for Lasers in Manufac-
turing.

CHEMICAL THERMODYNAMICS OF MATERIALS
von Claude H.P. Lupis (North Holland Publishing
Co.) 1982, 608 S., 210 DF1.

DISLOCATIONS IN SOLIDS

Applications and Recent Advances

Ed. F.R.N. Nabarro (North Holland Publishing Co.)
1983, 552 S., 245 Df1.

POINT DEFECTS AND DEFECT INTERACTION IN METALS
Proceedings of the 5th Yamada Conference on Point
Defects and Defect Interactions in Metals,

16. -20 Nov., Kyoto/Japan

Eds. J. Takamura, M. Doyama, M. Kiritani

(North Holland Publishing Co.) 1982, 992 S.

250 Df1.
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SYTHESIS, CRYSTAL GROWTH AND CARACTERIZATION
Proceeding of the Int. School on Synthesis,
Crystal Growth and Characterization of Materials
for Energy Conversion and Storage, Neu Delhi,

12. - 23. Oktober 1981; Ed. K. Lal (North Holland
Publishing Co.) 1983 (in Vorbereitung)

WISSENSWERTES AUS DEM BMFT

Das Volumen des BMFT-Haushalts 1984 betrigt

7.126 Mrd DM. Gegeniiber 6.919 Mrd DM im Jahre 108:
bedeutet dies eine Steigerung um 3%. Im einzelnen
verteilt sich das Haushaltsvolumen wie folgt:
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(aus BMFT-Journal Nr. 5, Aug. '83)



Im Rahmen der Europdischen Zusammenarheit auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen und technischen For-
schung hat die Bundesregierung ihren Beitritt zu
folgenden vier Aktionen im Bereich der Material-
forschung erkldrt: "Korrosion in der Bauindustrie"
(502), "Pulvermetallurgie" (503), "GieBereitech-
nologie" (504), "Werkstoffe fiir Dampfturbinen (505).

Mit dem Beitritt wurde die MGglichkeit zur Tefl-
nahme deutscher Firmen und Forschungsinstitute
an den Programmen geschaffen. Voraussetzung fiir
eine Beteiligung ist neben der wissenschaftlich-
technischen Qualitdt der Projektvorschldge insbe-
sondere deren Eignung und die Bereitschaft der
Partner zu einer internationalen Zusammenarbeit.

Weitere Informationen erteilt:

Zu 502: DECHEMA, Deutsche Gesellschaft fiir chemi-
sches Apparatewesen (Prof. Dr. Rahmel), PF 970146,
6000 Frankfurt 97.

Zu 503, 504, 505: Jiilich GmbH., Projektleitung
Rohstofforschung (Dr. Seitz), Postfach 1913,
5170 Jiilich 1.

(aus BMFT-Jdournal Nr. 4, Juni '83)

STELLENANGEBOTE

Gesellschaft im ndrdlichen New Jersey sucht einen
Spezialisten fiir Czochralski-Ziichtung von Oxiden.
Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im handwerk-
lichen Kristallziichten, Aufbereiten und Charakte-
risieren verschiedener oxidischer Materialien in
Elektronik und Optik sowie Managementfdhigkeiten
erwiinscht, Einzelheiten von DCI, P.0.Box BA 323,
Denville, NJ 07834, U.S.A.

Im Physics Department der San Diego State Univer-
sity wird eine Post-Doc-Stelle fiir mindestens 2 1/2

Jahre angeboten. Der Stelleninhaber sol1 Forschungs-

arbeiten auf dem Gebiet der Synthese, Kristallziich-
tung und Charakterisierung von [InSb)i_x (HgTe)g-
Mischkristallen und von aus der Gasphase abgeschie-
denen epitaktischen Filmen durchfiihren. Erfahrungen
in der Materialforschung werden vorausgesetzt. Ein-
zelheiten von Dr. Lowell J. Burnett, Chairman Phy-
sics Dept., San.Diego State University, San Diego,
CA 92 182, U.S.A.

Die Raytheon Company in Waltham/Massachusetts sucht

TAGUNGSKALENDER
1‘ 983
08. - 09. Nov. Santa Vittoria d'Alba/Italien

Réunion franco-italienne sur la Croissance et la

Caractérisation des Semiconducteurs et des Matériaux

Obtenus par Croissance en Solution
R. Fornari, Instituto MASPEC-CNR,
Via Chiavari 18/A, 1-43100 Parma

08. - 13. November * Pittsburgh/U.S.A.

29th Annual Conference on Magnetism & Magnetic
Materials

F.E. Werner, Westinghouse R & D Center

1310 Beulah Road, Pittsburgh, PA 15235

22, - 24. Nov. Middlesex/U.K.

3rd Quantitative Surface Analysis Conference U.K.
Dr. C. Lea, Division of Materials Applications
N.P.L. Tiddington, Middlesex TW11-OLW, U.K.

14. - 16, Dezember Oxford/U.K.

Solid State Physics Conference

20th Annual Meeting on Solid State
Physics of the Institute of Physics
Dr. B.T.M. Willis, AERE Harwell,
Oxon 0X11 ORA, U.K.

1984

19. - 20. Jan. Goslar/D

DGKK-Fachsymposium "Ausgangsmaterialien fiir
die Kristallziichtung"

Dr. Ulrich Wiese, PREUSSAG AG Metall,
Seltenmetallanlage, 3394 Langelsheim 1

06. - 10. Febr. S. José/U.S.A.

Symposium on Semiconductor Processing
D.C. Gupta, Siliconix Inc. 2201 Laurewood Road,
Santa Clara, CA 95054 - U.S.A.

19. - 23. Mdrz Den Haag/NL

4th General Conference of the Condensed Matter
Division of the European Physical Society
F.M. Mueller, Physics Laboratory,

einen 1. Ingenieur mit Erfahrung in der Czochralski-
Ziichtung. Er wird verantwortlich sein fiir Konzeptio-
nierung, Planung und Aufbau von Anlagen zum Ziichten, 21. - 23, Mdrz Aachen/D
Sdgen und Polieren von GaAs-Einkristallen fir Mikro-
wellenbauelemente und digitale integrierte Schalt-
kreise. Einzelheiten von Mr. John Porter, Raytheon
Company, Microwave and Power Tube Division, 190 Wil-
low Street, Waltham MA 02254, U.S.A.

Toernooiveld, NL-6525 ED Nijmegen

Jahrestagung der DGKK

Prof. Dr. H. Klapper, Institut fiir Kristallo-
graphie der RWTH,

Jagerstr. 17-19, 5100 Aachen



03. - 06. April Hetzdorf/DDR

5th International Seminar on Magnetism

Prof. Dr. K. Elk, Hochschule fiir Verkehrswesen
"Friedrich List", Wissenschaftsbereich Physik,
Postfach 103, DDR-8072 Dresden

10. - 12. April Sheffield/U.K.

2nd International Conference on Metal Organic Vapour
Phase Epitaxy _

Dr. J.B. Mullin, RSRE, St. Andrews Road,

Great Malvern, Worcs. WR14 3PS, U.K.

10. - 12. April Anaheim/U.S.A.

‘Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 84)
J. Quinn 0SA, 1816 Jefferson Place N.W.
Washington D.C. 20036 - U.S.A.

10. - 13. April Hamburg/D

INTERMAG Conference

Walter E. Proebster, IBM Deutschland GmbH,
Entwicklung und Forschung, 7030 Biblingen

29. April - 02. Mai Pittsburgh/U.S.A.

86th Annual Meeting of the American
Ceramic Society,

S. Robb, American Ceramic Society,

65 Ceramic Drive, Columbus, Ohio 43214

06. - 11. Mai Cincinnati/U.S.A.

Electrochemical Society Meeting
The Electrochemical Society Inc.,
10 South Main Street,

Pennington, N.J. 08534

21, - 25. Mai Lexington/U.5.A.

American Crystallographic Association

Spring Meeting

Prof. D.E. Sands, Dept. of Chemistry,

Univ. of Kentucky, Lexington, Kentucky 40506

25. Juni - 07. Juli Graz/A

25th Plenary Meeting of the Committee on
Space Research (COSPAR)

02. - 04. Juli Symposium "Recent Scientific
Results and Developments of Materials Science
in Space"

Ives Malméjac, C.E.A.-Centre de Recherches
Nucléaires, D.M.G./S.E.M.-85X,

F-38041 Grenoble Cedex

03. - 06. Juli Marseille/F

International Conference on Crystal Growth and
Characterization of Polytype Structures

Dr. A. Baronnet, CRMCC-CNRS, Campus Luminy,
Case 913, F-13288 Marseille Cedex 9

09 - 13. Juli Bordeaux/F

5e Symposium International sur les
Surfactants en Solution

P. Lalaune, Centre de Recherche Paul Pascal,
Domaine Universitaire, F-33405 Talence Cedex

15. - 20. Juli Atlantic City/U.S.A.

ACCG-6/ICVGE-6
Dr. W. Bonner, Bell Laboratories
Murray Hil11, N.J. 07974

30. Juli - 03. Aug. Palo Alto/U.S.A.

The Physics of VLSI

J. Meindel, Center for Integrated Systems,
Stanford:

W. Spencer, Integrated Circuits Lab. Xerox PARK
Programm chairman: S. Keller, IBM Research

P.0. Box 218, Yorktown Heights, NY 10598

30. Juli - 03. Aug. Salt Lake City (Utah)/U.S.A.

Topical Conference on Optical Effects in
Amorphous Semiconductors - University of Utah

P. Craig Taylor, Physics Dept., N. Physics Bldg.,
Univ. of Utah, Salt LakeCity, UT 84112

02. - 03. August Berkeley/U.S.A.

Spectroscopy of Shallow Centers in Semiconductors
A.K. Ramdas, Purdue University, West Lafayette,
Indiania 47907

06. - 07. August: Ziirich/CH

Paul Niggli-Symposium iiber geometrische
Kristallographie und ihre morphologisch-
stereochemischen Anwendungen

Prof. W. Nowacki, Miner.-Petrolog. Inst.
der Univ., Balzerstr. 1, CH-3012 Bern

09. - 18. August Hamburg/D

13th Congress and General Assembly of the
International Union of Crystallography (IuCr)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abtl. Tagungen,
Postfach 900490, 6000 Frankfurt/M. 90

26. Aug.- 01. Sept. Tokyo/Japan

9th International Conference on Raman
Spectroscopy

Dept. of Chemistry, Faculty of Science,
Univ. of Tokyo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113, Japan



02. - 03. August Berkeley/U.S.A.

Spectroscopy of Shallow Centers in Semiconductors
A.K. Ramdas, Purdue University, West Lafayette,
Indiania 47907

06. - 10. August San Francisco/U.S.A.

17th ICPS International Conference on the Physics
of Semiconductors

R.Z. Bachrach, Xerox Palo Alto Research Center
3333 Cayate Hills Rd., Palo Alto CA 94304

13. - 16. August Urbana (I11inois)/U.S.A.

International Conference on Superlattices,
Microstructures and Microdevices

J.D. Dow, Physics Dept., 1110 W. Green St.
Univ. of I1linois, Urbana, I11inois 61801

13. - 17. August Uppsala/Schweden

ICTF-6. 6th Int. Conf. on Thin Films
Or. Sdren Berg, Institute of Technology,
Univ. Uppsala, Box 534, 75121 Uppsala, Schweden

13. - 17. August Coronado (Caiiforﬁia}IU.S.A.

13th International Conference on Defects in
Semiconductors, Hotel del Coronado

L.C. Kimerling, Bell Labs,

Murray Hill, New Jersey 07974

27. - 31. August Sydney/Australien

3rd Int. Conf. Solid Films and Surfaces
Prof. Dr. Hanemann, School of Physics,
University of N.S.W.; P.0. Box 1
Kensington N.S.W. 2033, Australien

27. - 31. August Tokyo/Japan

Yamada Conference on Dislocations in Solids
Prof. K. Sumino, The Research Institute

for Iron, Steel and other Metals,

Tohoku University, Sendai 980, Japan

03. - 08. Sept. Freiburg/D

62. Jahrestagung der Deutschen Minera-
logischen Gesellschaft

Prof. Dr. W. Wimmenauer, Miner. Inst.
der Univ., Albertstr. 23b, 7800 Freiburg

19. - 21. Sept. Lancaster/U.K.

BACC Annual Meeting
British Association for Crystal Growth

September Brasilien

IEEE Laser Conference

07 - 12. Oktober  New Orleans/U.S.A.

Electrochemical Society Meeting

The Electrochemical Society Inc.,

10 South Main Street, Pennington

New Jersey 08434 "

31. Okt. - 02. Nov. San Francisco/USA

4th International Conference on Ferrites
Dr. Bhaskar B. Ghate, Bell Laboratories,
Room 2A-009, 555 Union Blvd.,

Allentown, PA 18103

14. - 17. November Boston/U.S.A.

Annual Meeting of the Materials Research Society
MRS-Secretariat, 110 Materials Research Laboratory,
University Park, Pennsylvania 16802

1985

Friihjahr K&1n/D

Jahrestagung der DGKK

Prof. Dr. S. Haussiihl, Institut fiir
Kristallographie der Univ.,
Ziilpicher Str. 49, 5000 Kdln 1

25. - 28. Marz Oxford/U.K.

Microscopy of Simiconductors
Royal Microscopical Society

25, - 30 August Amsterdam/NL

International Congress of Biochemistry Dr.
P.C. van der Vliet, Biochemical Laboratory,
P.0. Box 7161, NL-1007 MC Amsterdam

September Turin/Italien

9th European Crystallographic Meeting
Prof. M. Catti, Instituto dei Mineralogia
e Cristallografia dell'Universita,

Via S. Massimo 22, 1-10123 Torino

18. - 20. Dez. Reading /U.K.

Annual Solid State Physics Conference
Institute of Physics

1986

14. - 18. Juli York/U.K.

8th International Conference on Crystal Growth
1CCG-8

Dr. Frank W. Ainger, Allen Clark Res. Centre,
Plessey Research (Caswell) Ltd.

Caswell, Towcester, Northants NN12 BEQ
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07. - 10. Sept. York/U.K.

International Conference on Molecular
Beam Epitaxy
British Association for Crystal Growth

Kristallziichtung auf der IUCr-Tagung

Wahrend der 13. IUCr-Tagung in Hamburg

{09. - 18. August 1984) findet eine nicht-
kommerzielle Teaching Exhibition statt. Hier-
fir sind Beitrdge iiber Kristallziichtung er-
winscht. Interessenten wenden sich bitte an:

Prof. Dr. H. von Philippsborn
Universitdt Regensburg
UniversitdtsstraBe 31, 8400 Regensburg

TAGUNGSBERICHT

Zweiter Nato-Workshop
"Materials Aspects of InP" in Lancaster/U.K.
vom 28. - 30.03.1983

1. Obersicht:

Ahnlich wie auf dem Ersten Nato-Workshon 1980 in
Harwichport, Mass., USA standen auch diesmal die
Material- und Technologieaspekte der III-V-Ver-
bindungshalbleiter InP und InGaAs(P) im Vorder-
grund. Chairman der diesjdhrigen Tagung war
Herr Dr. B. Cockayne vom Royal Signals and

Radar Establishment, Malvern, England.

Die Zahl der Teilnehmer lag etwas iiber 100 und
war fiir einen Workshop dieser Art ungewdhnlich
groB. Die Delegation aus der Bundesrepublik
Deutschland bestand aus 16 Teilnehmern. Insgesamt
wurden auf dem Workshop 35 Vortrige géhaiten und
29 Poster prdsentiert. Die Bundesrepublik Deutsch-
land war mit sieben Vortrigen und zwei Postern
insgesamt relativ gut vertreten. In zwei Fdllen
(K.W. Benz und M,H. Pilkuhn) wurde die Sitzungs-
leitung deutschen Teilnehmern angetragen, und M.H.
Pilkuhn hatte auBerdem die offizielle Funktion
eines "National Coordinators".

Die Tagung war eine ausgesprochene Spezialistenta-
gung, auf der sehr detaillierte Fachinformationen
ausgetauscht wurden. Technologische Details stan-
den im Vordergrund der meisten Beitrdge, und nur
gelegentlich wurde auf mehr spektakuldre Neuent-
wicklungen (wie z.B. InGaAs/InP FET mit zweidimen-
sionalem Elektronengas) hingewiesen.

Die zentralen Themen der Tagung waren:

1. InP-Kristallziichtung, Kristalldefekte, EinfluB
von Defekten auf technologische Prozesse,
Bauelemente und deren Zuverldssigkeit.

2. Gasphasenepitaxie von InP, insbesondere Epi-
taxie mit metallorganischen Verbindungen.

3. Storstellen und Defekte in InP, Dotierungs-
technologien (insbesondere Ionenimplantation),
Strahlenschddigungen.

4, Terndre und quaterndre Verbindungshalbleiter
des Typs InGaAs(P).

25 InP-Kristallziichtung, Kristalldefekte

Ein zentrales Thema war die Herstellungstechno-
logie von polykristallinem Material und von Volu-
menkristallen.

In verschiedenen Laboratorien wurde erfolgreich
versucht, die Reinheit des polykristallinen InP

zu verbessern. Dies geschah einmal durch Verwen-
dung von verbessert gereinigtem In-Metall (J.K.
Hulbert, Center’ for Material Science, Birmingham,
U.K.), zum anderen aber auch durch verstirkten
Einsatz von BN-TiegeIn. Dabei wird der zusitzli-
che Einbau von Si in den Kristall (Quarztiegel,

.Reaktion mit dem 3203-Encapsu1ant und zusdtzli-

chen Einbau in die Schmelze) vermieden (G. Miller,
Erlangen).

Auch das Arbeiten mit In-reichen Schmelzen war er-
staunlich erfolgreich (D. Rumsby et al., Cambridge
Instruments). Ladungstrdgerwerte von Polymaterial
konnten somit reproduzierbar im Bereich von
<2 - 5101 e~ und um Mo ¢>30000 eny s
hergestellt werden. Bestwerte einkristalliner Be-
reiche lagen bei n=2 < 10" en3 und sy >
134000 cn®V™'s™! (H. Adamski, Hanscom AFB, USA).
Griinde fiir diese hohe Reinheit sind moglicherweise
a) die Anreicherung von Verunreinigungen im In,
b) die Ausscheidung von Verunreinigungen an Korn-
grenzen (im Polymaterial).

Bei der Volumenkristallherstellung wurden teilweise
neue Ziichtungsvarianten eingefiihrt. G.A. Antypas,
(Crystal Comm. Inc., USA) erzeugte das polykristal-
line Ausgangsmaterial durch Verwendung eines Quarz-
rohres als P-Injektor direkt im Einkristall-Ziich-
tungsgefdB. Somit lassen sich auf wirtschaftliche
Weise InP-Einkristalle mit guten Eigenschaften her-
stellen (n =~ 2-3 1077, /iM7¢ 20000 cmzv‘ls'l).

Sicherlich ist die Ziichtung aus In-reichen L@sun-
gen eine Entwicklung, die man in Zukunft beachten
sollte. Hier sei auch auf die Stuttgarter Ergebnisse
zum THM-Verfahren hingewiesen, die besonders giinstig
bei der Entwicklung von pn-Photodetektoren sind.

Ein besonders stark diskutiertes Thema waren die
Kristalldefekte, wie Versetzungen und Versetzungs-
Loops, sog. "Grappes". Diese Defekte in Subkristal-
len beeinflussen nachhaltig die Qualitdt anschlie-
Bender Epitaxieschichten und damit die Qualitit

und Stabilitdt elektronischer und optischer Bauele-
mente.



Grundsdtzlich lassen sich geringe Versetzungsdichten
sowie Zwillingsfreiheit bei sehr geringen Temperatur-
gradienten erzielen, und in diesem Zusammenhang

sind die Temperaturmessungen wihrend des LEC-Kri-
stallwachstums, iiber die von G. Miiller et al.,
Erlangen, berichtet wurde, sicherlich sehr inter-
essant. Bei hohen Dotierungen, insbesondere bei

hoher S- und Zn-Dotierung (n- bzw. p-Kristalle)

1d3t sich eine geringe Versetzungsdichte am einfach-
sten realisieren. Allerdings wurden in diesen Fdllen
neue Defekte gefunden, die unter dem Namen "Grappa-
Defekte" bekannt wurden, und deren Mikrostruktur
eingehend mit verschiedenen Mikroskoptechniken

(P. Augustus et al., Plessey, England) untersucht
wurden. Im Zentrum dieser Defekte nimmt das In/P-Ver-
hdltnis zu, und Antisite-Defekte werden vermutet.

Erwdhnenswert ist, da® mdglicherweise bei hoher
Ge-Dotierung sich sowohl Versetzungen wie "Loops",
"Grappes" oder andere Cluster-Defekte vermeiden
lassen (B. Cockayne et al., RSRE, Malvern, England).
icherlich ist diese Kristallziichtung bei hoher
Ge-Dotierung in bezug auf geringe Konzentration
von Defekten ein sehr interessanter Aspekt und
sollte beachtet werden.

In vielen Kommentaren wurde auf die mangelnde Kri-
stallqualitdat kommerzieller Substratkristalle hin-
gewiesen, ebenso wie auf die langen Lieferzeiten.
In diesem Zusammenhang ist es sehr zu begriiBen,
daB Kristallziichtuzngsaktivitdten in der Bundes-
republik Deutschland beginnen, wie in Erlangen
(von_der DFG geftrdert) und bei Wacker-Chemitro-
nic (vom BMFT gefirdert).

3.  Gasphasenepitaxie von InP

Fiir die Epitaxie von reinen InP-Schichten, wie

sie z.B. fiir die Herstellung von Mikrowellenbauele-
menten benttigt werden, ist die Gasphasenepitaxie
mit Sicherheit die bevorzugte Technologie.

InP-Kristalle hochster Reinheit kdnnen mit der
In/Pc13/H2-VPE-TecthIogie hergestellt werden.

Von Taylor und Andersgn (RSRE, Malvern, England)
wurde berichtet, daB die Akzeptorunterarundkon-
zentration auf Werte von 3:10 t:m_3 reduziert wer-
den konnte, wobei Beweglichkeiten bei 77 K von
130000 CmZV-IS-l erreicht wurden. Fiir TEO-Bauele-
mente sind n-Dotierungen von 1014 cm'3 fiir aktive
Schichten in kontrollierter Weise herstellbar.

Die Neuentwicklung auf dem Gebiet der Gasphasen-

epitaxie ist jedoch mit Sicherheit die Epitaxie

mit metallorganischen Verbindungen (MOCVD).

Hier haben sich seit dem letzten InP-Workshop

zwei Verfahren ergeben:

a) die Epitaxie mit Addukten, ein Verfahren,
das vom Physikalischen Institut in Stuttgart
1980 eingefiihrt wurde.

b) Die metallorganische Epitaxie bei geringem
Druck, ein Verfahren, das besonders von Duchemin
bei Thomson-CSF entwickelt wurde.

Diese MOCVD-Verfahren bieten den Vorteil hervorra-
gender Reproduzierbarkeit, sehr genauer Dicken-
kontrolle und neuerdings auch geringer Untergrund-
dotierung (2-10'%cm™3 und 50000 cm?vls™! bei 77 K
Beweglichkeit). Arbeiten in England dazu gibt es beim
RSRE, Malvern (S.J. Bass et al.) und bei den British

Telecom Research Laboratories (R.H. Moss et al.).

Auf dem Workshop wurde von Duchemin et al. (Thomson-
CSF, Paris) berichtet, daB es mit der MOCVD-Technik
bei niedrigen Drucken gelungen ist, InGaAs-Misch-
kristallschichten auf InP abzuscheiden. Schichten
gleichmidBiger Zusammensetzung konnten iiber Fldchen
von 10 ecm mit Dicken bis zu 100, 50 oder sogar

25 R herunter fiir sog. "Quantum-Well-Laser" herge-
stellt werden. Diese Laser em1ttieren bei 1,5-1, 6 um

mit Schwellstromdichten von 500 A/cm und bei Quan-
tenausbeuten von 60% (10 mW-Leistung).

4, Storstellen, Defektuntersuchungen

Dreizehn Vortrdge befaBten sich mit Defektuntersu-
chungen mittels optischer Spektroskopie und elektri-
scher Methoden. Besonders intensiv wurden die 3d-
Obergangsmetallionen untersucht, da sie einerseits
als gewollte Akzeptoren bei der Ziichtung von semi-
isolierenden Substratmaterialien Verwendung fin-

den sollen, andererseits sind sie ungewollte Kon-
taminationen, die bei den verschiedenen Ziichtungs-
methoden leicht in die Kristalle eingebaut werden
konnen.

Von Skolnick et al. (RSRE, England) wurde iiber

die Diffusion von Chrom (Cr), Mangan (Mn), Eisen
(Fe), Kobalt (Co), Nickel (Ni) und Kupfer (Cu)

in InP berichtet. Die Analyse der Proben erfolgte
mittels Photolumineszenz- und elektrischer Messun-
gen. In InP, das zwischen 300°C (1 h) und 400°C

(1 h) mit Cu diffundiert wurde, konnte eine Pho-
tolumineszenzbande mit einer scharfen Null-Phonon-
Linie bei 1.2889 eV beobachtet werden. Diese Bande
wird einer Exzitonen Rekombination an einem neutra-
len, isoelektronischen Cu-Komplex mit axialer Sym-
metrie zugeordnet. Nach einer Diffusionstemperatur
von 800°C (1 h) ist diese Bande nicht mehr nach- .
weisbar, und es erscheint eine andere Cu-spezi-
fische Photolumineszenzbande mit einer scharfen
Null-Phononlinie bei 1.246 eV. Diese Bande wird
einer Exzitonen Rekombination an einem neutralen
Cu-Komplex zugeordnet.

Rojo et al. (Frankreich) berichteten iiber DLTS-
Mesungen (deep level transient spectrocopy) an
Cu- diffundiertem InP. Es wurden zwei Cu-spezi-
fische Akzeptorniveaus mit Ionisierungsenergien
Ev + 0.3 eV und Ev + 0.68 eV gefunden.

ER



Weiterhin wurde von Skolnick vorgetragen, daf nach
Diffusion von Mn in InP der Donator-Akzeptor-Uber-
gang am Akzeptor Mnln (Mangan auf Indiumplatz) bei
1.15 eV beobachtet wurde. Diese Zuordnung wurde
durch ODMR (optisch detektierte magnetische Reso-
nanz) untermauert. Elektrische Messungen an diesen
Kristallen haben gezeigt, daB die n-leitende InP-
Probe nach der Mangan-Diffusion p-leitend gewor-
den ist.

In mit Co diffundiertem InP (900°C, 1 h) wurde
von Skolnick et al. der Kristallfeldiibergang am
isolierten substitutionellen Co?* bei 0.474 eV
beobachtet. Von Rojo et al.'{Fraﬁkreich) wurde
berichtet, daB das Energieniveau des Co-Akzeptors
0.25 eV iiber dem Valenzband liegt (DLTS-Messun-
gen). Skolnick erwdhnte ebenfalls, daB nach Dif-
fusion von Cr, Fe und Ni in InP weder eine opti-
sche noch elektrische Aktivitdt dieser 3d-Ionen
festgestel1t wurde. Dies ist erstaunlich, da InP
durch die Dotierung mit Fe und Cr widhrend der LEC-
Ziichtung hochohmig wird.

Lambert et al. und Rojo et al. (Frankreich) berich-
teten iiber Vanadium-dotiertes InP. Sie beobachteten
eine neue scharf strukturierte Photolumineszenzbande
mit zwei scharfen Null-Phonon-Linien bei 0.7057 eV
und 0.7073 eV. Diese Bande ordnen sie einem internen
Kristallfelgfbergang an einem isolierten substitu-
tionellen VIn{Sd )-Zentrum zué+Sie konnten jedoch
mittels DLTS-Messungen kein V™ -spezifisches Ni-
veau nachweisen.

In Gesprdchen mit M.S. Skolnick (RSRE, England)
konnte in Erfahrung gebracht werden, daB er eben-
falls diese Vanadium-spezifische Lumineszenzbande
beobachtet hat. Die von ihm durchgefiihrten Zee-
man-Messungen an den Null-Phonon-Linien deuten
jedoch darauf hin, daB es sich bei dieser Lumi-
neszenzbande um einen Kristallfeldiibergang an einem

+*
tetragonal verzerrten Vfﬂ (3d )-Zentrum handelt.

Sibille et al. (C.N.E.T., Frankreich) und P.R.
Tapster (RSRE, England) berichteten iiber Lumines-
zenz- und elektrische Messungen an Elektronen

(1 MeV bzw. 2 MeV)-bestrahltem p- und n-leitendem
InP. Mittels DLTS fanden sie eine Reihe von Loch-
und Elektronenhaftstellen. Thermische Ausheilstu-
dien zeigten, daB ein groBer Teil dieser Defekte
bereits bei 100°C ausheilt. Weitere thermische Aus-
heilstufen liegen bei 300°C und 600°C.

5. Mischkristallverbindungen InGaAs(P)

Die Technologie dieser Mischkristallverbindungen
ist in der jiingsten Zeit nicht nur fiir die Anwen-
dungen in optoelektronischen Bauelementen, sondern
auch fiir schnelle Feldeffekttransistoren sehr in
den Vordergrund getreten. Auf dem InP-Workshop
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war dies jedoch eher ein randstdndiges Thema. Kon-
ventionelle Technologie fiir die Herstellung von
Epitaxieschichten ist die Fliissigphasenepitaxie.
Neu hinzugekommen ist die Gasphasenepitaxie mit
metallorganischen Verbindungen, worauf schon hin-
gewiesen wurde. Sicherlich sind hier die wesent-
lichen Neuerungen zu erwarten, z.B. die Herstel-
lung von sehr schnellen FETs mit zweidimensionalen
Elektronengasen, was offensichtlich bei Thomson-CSF
(Duchemin et al.) grunds@tzlich gelungen ist. Hin-
zuweisen ist auf den Versuch, semiisolierendes
InGaAs durch Eisen-Dotierung herzustellen (A.R.
Clawson et al. Naval Ocean Systems Center).

Berichterstatter: K,W. Benz, Stuttgart;
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